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Introduction générale

Contexte scienti�que

Les progrès technologiques accomplis depuis plus de 30 ans pour réduire la dimen-
sion des structures semi-conductrices ont permis la réalisation de systèmes dans lesquels les
porteurs sont con�nés dans les trois directions de l�espace : les boîtes quantiques [1]. Ces
structures ont la propriété remarquable de posséder des niveaux d�énergie discrets comme
ceux d�un atome individuel, bien qu�elles soient constituées de plusieurs milliers d�atomes
arrangés suivant un ordre cristallin. On parle alors de système de dimensionnalité nulle
(0D).

Au début des années 1980, les recherches amorcées par Efros et Ekimov (Yo¤e
Institut) dans le domaine de la croissance cristalline de semiconducteurs II/VI en matrice
vitreuse [2] et poursuivies par l�équipe de L. Brus (Bell Labs) conduisent dans les années
90 à de nouvelles méthodes de fabrication de structures cristallines semiconductrices de
taille nanométrique composées de quelques milliers d�atomes qui constituent des boîtes
quantiques colloïdales, communément appelées nanocristaux semiconducteurs [3, 5, 4]. Ces
nanocristaux ont un rendement quantique élevé et se désexcitent en émettant des photons
dont l�énergie est donnée par l�écart d�énergie entre les niveaux discrets fondamentaux de
l�électron de la bande de conduction et du trou de la bande valence. Du fait du con�nement
quantique, la position de ces niveaux est déterminée par la taille et la forme du nanocristal.

Pour les nanocristaux de CdSe, souvent utilisé comme systèmes prototypes en
raison de la qualité et de la reproductibilité de leur synthèse, le spectre d�émission est
ainsi accordable sur l�ensemble du domaine visible (entre 480 et 680 nm). Contrairement
aux boîtes quantiques fabriquées en phase solide, les nanocristaux colloïdaux se présentent
sous forme de solution ce qui les rend plus facile à manipuler. En outre leur surface peut
être fonctionnalisée en vue d�une interaction spéci�que avec d�autres molécules. Ces na-
nocristaux sont notamment largement utilisés pour le marquage de protéines au sein de
cellules [9]. Ils présentent également un grand intérêt du point de vue de leurs applications
en opto-électronique et notamment dans la fabrication de matériaux composites nanocris-
taux/polymères pour la réalisation de diodes électroluminescentes [10] ou de cellules photo-
voltaïques [29]. Par ailleurs, leur immobilisation dans une matrice pour constituer un milieu
ampli�cateur de gain s�est révélée être très intéressante du point du vue de la réalisation de
lasers [11].

Toutes ces applications requièrent une compréhension approfondie de la structure
�ne de l�état excitonique fondamental. Sur le plan théorique il a été montré par Efros et
al. que le niveau excitonique fondamental se scinde en cinq niveaux d�énergie en raison de
l�interaction d�échange électron-trou et du champ cristallin du réseau hexagonal [46]. L�état
excitonique le plus bas en énergie, généralement appelé "état noir" car sa recombinaison
radiative est faiblement permise (interdite dans l�approximation dipolaire électrique), est
situé quelques milliélectronvolt en dessous du premier état optiquement actif, appelé "état
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brillant". Cette prédiction de l�existence d�un état excitonique fondamental « noir » a été
confortée par l�observation d�un décalage vers le rouge de la luminescence de résonance
d�ensemble de nanocristaux de CdSe à basse température [14]. L�origine physique de la
recombinaison radiative de l�exciton noir reste d�ailleurs à ce jour une question ouverte que
nous évoquerons plus loin. Des études en champ magnétique du déclin de la luminescence
d�ensemble de nanocristaux ont également con�rmé l�existence d�un exciton fondamental
noir de longue durée de vie dont la force d�oscillateur augmente avec le champ en raison
d�un couplage à l�état « brillant » [14, 26]. Bien que fructueuses, ces études expérimentales
pionnières menées sur des ensembles n�ont souvent apporté que des informations qualitatives
sur la structure de l�exciton de bord de bande. Elles ne donnent en e¤et accès qu�à des
informations moyennées sur les inhomogénéités au sein des échantillons liées à la distribution
des tailles, formes, états de surface, orientations des nanocristaux.

Les études à l�échelle individuelle ont permis de mettre en évidence des phéno-
mènes jusque-là masqués par les e¤ets de moyenne d�ensemble ce qui a permis une meilleure
compréhension de la photophysique des nanocristaux semiconducteurs. L�étude du spectre
d�émission de nanocristaux individuels de CdSe à 10K a ainsi permis d�observer des raies
d�émission �nes et de montrer la présence de sauts spectraux [15] qui ont pu être corrélés
à la présence de clignotement dans la luminescence [16]. La di¤usion spectrale est à l�heure
actuelle un obstacle majeur à l�étude des propriétés spectroscopiques des nanocristaux à
l�échelle individuelle. L�analyse quantitative du suivi du déclin de la luminescence de nano-
cristaux individuels en fonction de la température a permis de montrer que la luminescence
provient des deux états de plus basse énergie de la structure �ne mélangés thermiquement
[17]. L�étude de l�autocorrélation de l�intensité de luminescence à l�échelle de l�objet unique
a permis de mettre en évidence, à température ambiante, le phénomène de dégroupement
de photon sur des nanocristaux individuels de CdSe/ZnS [19, 18]. Cette propriété particu-
lière est à l�origine de la réalisation de sources de photons uniques déclenchées [20]. Plus
récemment, il a été montré que, contrairement aux molécules individuelles et aux nanocris-
taux de faible rayon, les nanocristaux de CdSe dont le rayon est proche du rayon de Bohr
excitonique (5; 6nm) peuvent émettre des photons par paire avec un rendement quantique
de l�ordre de 10% [24].

Objectifs de la thèse

L�objectif de ce travail de thèse, consacré à l�étude photophysique de nanocristaux
individuels de CdSe, est de mieux comprendre la dynamique de relaxation de l�exciton de
bord de bande et de caractériser les états multiexcitoniques ainsi que les états excitoniques
chargés.

En particulier, le taux de relaxation de l�état brillant vers l�état noir est mal connu.
Cette relaxation de spin assistée par les phonons acoustiques joue pourtant un rôle crucial
dans la dynamique d�émission d�un nanocristal à la température de l�hélium liquide, où
l�énergie thermique est généralement très inférieure à l�écart en énergie entre ces états. Pour
des nanocristaux à fort con�nement excitonique (par exemple de rayon 2 nm) caractérisés
par un éclatement entre états brillant et noir de plusieurs meV, il a été montré que la
luminescence provient essentiellement de l�état « noir » à basse température, ce qui indique
que le taux de relaxation de spin est beaucoup plus fort que le taux de recombinaison
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radiative de l�état brillant [17] Qu�en est-il pour des nanocristaux de taille plus élevée,
pour lesquels l�éclatement de la structure �ne est plus faible ? Des modèles théoriques ont
prédit en e¤et une forte diminution de la densité de phonons acoustiques pour des énergies
inférieures au meV (« phonon bottleneck » ). Il est donc intéressant de développer une
méthode permettant de déterminer le taux de spin-�ip, et d�étudier sa dépendance vis-à-vis
de la taille du nanocristal.

Un autre but de mes études spectroscopiques est de découvrir l�origine physique
de la recombinaison radiative de l�exciton « noir » . Plusieurs hypothèses ont été émises,
comme le couplage de l�état noir à l�état brillant induit par des états de défauts de surface,
ou par des impuretés paramagnétiques présentes au sein du réseau cristallin, ou encore via
l�interaction hyper�ne du spin électronique avec les spins des noyaux du nanocristal [39].
Une étude des propriétés magnéto-optiques de la structure �ne de l�exciton fondamental
s�impose pour tenter d�élucider la question ouverte de la recombinaison radiative de l�ex-
citon noir. Par ailleurs, la connaissance et la maîtrise de la durée de vie de cohérence de
l�exciton noir constituent un enjeu important pour la réalisation de sources de photons
uniques indiscernables. Il apparaît nécessaire de développer une méthode d�excitation ré-
sonnante de cet état excitonique à basse température a�n de mesurer sa durée de vie de
cohérence. L�excitation résonnante de l�état noir serait également intéressante pour l�étude
de la di¤usion spectrale. Lors d�une excitation non résonante, l�excès d�énergie des photons
absorbés par rapport à l�énergie des photons émis du bord de bande est converti en chaleur
dans le cristal et son environnement. L�excitation résonnante pourrait donc conduire à une
contribution minimale des sauts spectraux photo-induits.

Ce travail de thèse a également été motivé par la possibilité de générer des états
à plusieurs photons avec des nanocristaux de CdSe, contrairement au cas des molécules
uniques qui présentent un dégroupement des photons de �uorescence. Lorsqu�on augmente
la taille du nanocristal, les processus non radiatifs de recombinaison Auger deviennent moins
probables, ce qui autorise une recombinaison radiative multiexcitonique [70]. La génération
de paires de photons corrélés sur l�état de polarisation est particulièrement intéressante
pour la réalisation de dispositifs élémentaires d�information quantique. Dans un premier
temps il est nécessaire de caractériser l�état biexcitonique de ces nanocristaux, en mesurant
son rendement quantique, sa durée de vie radiative et son énergie de liaison, par l�étude
approfondie du spectre d�émission, du déclin de luminescence, de l�autocorrélation de l�in-
tensité de luminescence en fonction de la puissance excitatrice. L�e¢ cacité de pompage d�un
nanocristal dans l�état biexcitonique est à étudier tout particulièrement à la température
de l�hélium liquide, où l�état excitonique noir de longue durée de vie pourrait jouer le rôle
d�état relai vers l�état biexcitonique.

Par ailleurs les états excitoniques chargés (trions) sont encore mal connus pour
les nanocristaux de CdSe. De tels états peuvent être générés lorsqu�un exciton est créé en
présence d�un porteur de charge non apparié dans le c�ur du nanocristal et d�un porteur de
charge opposée piégé à la surface ou dans un défaut du réseau cristallin. Il est important de
déterminer les caractéristiques spectrales des états trioniques, ainsi que leurs durées de vie
et leurs rendements quantiques. La possibilité de contrôler de manière réversible l�état de
charge d�un nanocristal, et par conséquent ses propriétés optiques, par injection de charges
ou à l�aide de paramètres comme l�intensité d�excitation ou la température, déboucherait
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sur des applications potentielles dans le domaine de la nano-électronique.

Résultats marquants

Lors de cette thèse, je me suis principalement consacré à l�étude photophysique de
nanocristaux individuels de CdSe/ZnS de rayon de l�ordre de 4 nm (pic d�émission à 655 nm
à température ambiante). La majorité des nanocristaux étudiés sont caractérisés par une
absence de clignotement de la luminescence à 2 K, témoin d�une remarquable photostabilité
qui se manifeste également par l�existence de raies d�une grande �nesse dans les spectres
d�émission (largeurs limitées par la résolution du spectromètre). Cette photostabilité nous
a en particulier permis :

i) d�observer directement, dans les spectres d�émission à 2 K, les deux raies sans
phonon associées aux deux états excitoniques de plus basse énergie [22] (l�état fondamental
« noir » , dont la durée de vie est de l�ordre de la centaine de nanosecondes, et le premier
état optiquement actif situé environ 1 meV plus haut en énergie) ;

ii) de montrer, à partir de l�étude en température des spectres d�émission et du
déclin de la luminescence, que l�émission des nanocristaux est gouvernée par le mélange
thermique entre ces deux états excitoniques ;

iii) de réaliser la première excitation résonnante de très haute résolution de ces
deux états à 2K. La largeur spectrale obtenue �xe une borne inférieure de 100 ps pour la
durée de vie de cohérence de ces états sur une échelle de temps de 200 ms [22] ;

iv) de mener une étude des propriétés magnéto-optiques de l�exciton de bord de
bande. Outre la détermination du facteur de Landé de l�exciton noir et de l�exciton brillant,
cette étude révèle un allongement de la durée de vie de l�exciton noir avec le champ magné-
tique lorsque celui-ci est aligné suivant l�axe hexagonal du nanocristal. Cette observation
suggère un mécanisme de recombinaison de l�exciton noir basé sur un couplage intrinsèque
entre états excitoniques brillant et noir via l�interaction avec des défauts magnétiques [23] ;

v) d�étudier la cascade radiative biexciton-exciton par autocorrélation de l�intensité
de luminescence, et d�en déduire le rendement quantique du biexciton. La signature spectrale
de la recombinaison biexcitonique a également été mise en évidence.

vi) d�identi�er l�émission de nanocristaux chargés, caractérisée par une raie sans
phonon unique décalée d�environ 17 meV vers le rouge par rapport aux raies d�émission
du nanocristal neutre. Cet état excitonique, attribué au trion négatif, a une durée de vie
comprise entre 1.5 ns et 4.5 ns [82].

Organisation du manuscrit

Après cette introduction générale, nous exposons au chapitre 1 les propriétés élec-
troniques et optiques des nanocristaux de CdSe/ZnS qui serviront de base pour la suite de
ce mémoire.

Dans le chapitre 2 nous présentons les di¤érents dispositifs expérimentaux qui
nous ont permis d�étudier les propriétés de photoluminescence de nanocristaux individuels.
Nous détaillons en particulier les systèmes optiques mis en oeuvre permettant de réaliser
des images ainsi que des acquisitions du spectre d�émission et du déclin de la luminescence
de nanocristaux individuels à basse température et sous champ magnétique (jusqu�à 7T).
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Le chapitre 3 est consacré à l�étude de la structure �ne de l�exciton de bord de
bande de nanocristaux de CdSe/ZnS à l�échelle individuelle. Nous présenterons dans un pre-
mier temps la première étude de suivi en fonction de la température du spectre d�émission
et du déclin de la luminescence de nanocristaux de CdSe individuels. Nous présenterons
ensuite un modèle permettant de réaliser une analyse quantitative de l�évolution en tempé-
rature du déclin de la luminescence et du spectre d�émission. Dans un second temps nous
présenterons les premières mesures du spectre d�excitation résonnante des deux niveaux de
plus basse énergie qui nous ont permis d�accéder à la durée des cohérences optiques.

Le chapitre 4 abordera les propriétés magnéto-optique des nanocristaux de CdSe/ZnS
à l�échelle individuelle. Après un bref rappel des connaissances actuelles sur les ensembles
de nanocristaux à base de CdSe sous champ magnétique, nous présenterons les résultats
de la première étude de suivi sous champ magnétique du spectre d�émission et du déclin
de la luminescence de nanocristaux colloïdaux individuels de CdSe/ZnS. Nous verrons que
l�orientation relative du champ magnétique par rapport à l�axe cristallin des nanocristaux
joue un rôle fondamental sur les propriétés magnéto-optiques. Nous verrons également que
les travaux expérimentaux e¤ectués sous champ magnétique permettent de proposer une
interprétation sur l�origine de la relaxation radiative de l�état noir.

Au cours du chapitre 5 nous présenterons les résultats de l�étude d�un état exci-
tonique chargé ainsi que des états mulitexcitoniques. Nous présenterons dans un premier
temps la première étude de suivi en fonction de la température et de l�intensité d�excitation
du spectre d�émission et du déclin de la luminescence à l�échelle du nanocristal individuel
de cet état excitonique chargé. Nous montrerons que cet état chargé est optiquement actif
et possède une durée de vie de quelques nanosecondes. Nous étudierons ensuite la recombi-
naison biexcitonique par une étude à basse température de l�autocorrélation d�intensité de
luminescence de nanocristaux individuels de CdSe/ZnS. Ces mesures, réalisées en fonction
de la température, nous ont permis de montrer que l�histogramme des coïncidences est ca-
ractérisé par un groupement de photons à basse température. Nous présenterons un modèle
qui permet de reproduire les données expérimentales avec un bon accord. Nous montrerons
qu�à basse température l�état "noir" joue le rôle d�état "relai" qui permet de favoriser la
préparation de biexcitons. Nous nous intéresserons en�n à l�étude spectrale du biexciton à
la température de l�hélium liquide.

Dans un dernier chapitre nous conclurons sur les travaux réalisés au cours de cette
thèse et nous présenterons quelques perspectives d�étude sur ces nanocristaux.
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Chapitre 1

Propriétés des nanocristaux
semiconducteurs de CdSe/ZnS

1.1 Introduction

1.1.1 Méthodes de synthèse chimiques

Historiquement l�utilisation de la synthèse colloïdale remonte au Moyen-Age où son
application résidait dans l�élaboration de vitraux colorés. Cette méthode de synthèse, au sein
de matrices vitreuses, a été utilisée jusqu�au début des années 80 pour l�élaboration de �ltres
optiques. Un regain d�intérêt pour la croissance colloïdale est apparu au début des années
90 grâce au développement de nouvelles méthodes de synthèses en milieux organiques.

Une première approche est l�utilisation de micelles inverses comme microréacteurs
[30]. Cette méthode présente l�avantage de pouvoir créer une grande variété de nanocris-
taux : métalliques, semi-conducteurs ou magnétiques. Néanmoins les échantillons réalisés
présentent de grandes hétérogénéités de surface et de forme ainsi que des propriétés optiques
dominées par leur surface.

La seconde méthode dite de décomposition de précurseurs organo-métalliques [3]
développée en 1993 permet de synthétiser des nanocristaux semiconducteurs de type II-VI
comme le CdSe, CdS et CdTe. Grâce à cette synthèse une dispersion en taille des nano-
cristaux inférieure à 5% à pu être obtenue mais avec un rendement quantique inférieur à
10%. A�n de supprimer les pièges de surface responsables du faible rendement du CdSe,
il a été proposé d�utiliser un second semi-conducteur, le sulfure de zinc (ZnS) (Fig 1.1.a),
comme couche de passivation au coeur actif [4],[5]. L�importance du gap du ZnS (Eg=3,75
eV) par rapport à celui du CdSe (Eg=1,75eV) permet d�augmenter le con�nement des por-
teurs en supprimant les pièges à la surface du coeur (Fig 1.1.c). Le semi-conducteur de
passivation est choisi de sorte que son paramètre de maille soit proche de celui du coeur
a�n de minimiser les déformations liées aux contraintes à l�interface. Cette dernière étape
a permis d�obtenir des nanocristaux faiblement dispersés en taille et ayant des rendements
quantiques d�ensemble pouvant atteindre 85% [31].
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Par la suite, la coquille de ZnS peut être passivée par adsorption de ligands de syn-
thèse (TOPO) ou de polymères permettant la fonctionnalisation par des molécules d�intérêt
biologique comme la streptavidine.

b)

a)

1,75 eV 3,75 eV

2R

c)

5,7

0

E (ev)

0 R
r

Fig. 1.1: a) Représentation schématique d�un nanocristal de CdSe/ZnS passivé par une
couche de ZnS. b) Image TEM d�un nanocristal de CdSe (d�après la référence [32]). c)
Pro�ls des potentiels électroniques de la bande de valence et de la bande de conduction dans
un nanocristal coeur-couronne de CdSe/ZnS.

Les nanocristaux obtenus suivant cette méthode de croissance peuvent avoir des
formes très variées. En modi�ant les paramètres de croissance, il est possible d�obtenir
des nanocristaux en forme de sphères, "nanodot", de bâtonnets,"nanorod", ainsi que de
tétrapodes [6, 7, 8].

1.1.2 Propriétés structurales

Le matériau CdSe massif existe sous deux formes cristallines. La plus répandue
est la structure wurtzite, dans laquelle les deux sous-réseaux de Cd et Se composant le
cristal sont hexagonaux compacts. L�autre forme est la structure sphalérite (du type blende
de zinc), dans laquelle les deux sous-réseaux sont cubiques faces centrées, décalés l�un par
rapport à l�autre, d�un quart du paramètre de maille. Des études de di¤usion de rayons X
aux grands angles (WAXS) ont con�rmé que les nanocristaux se trouvent principalement
sous la forme wurtzite, avec un paramètre de maille proche de celui du matériau massif
[3]. Les nanocristaux synthétisés sont de forme sphérique mais ils peuvent présenter un
allongement suivant l�axe de symétrie hexagonale de leur structure cristalline appelé axe c
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[33]. On dé�nit l�ellipticité des nanocristaux � comme : � = b
a � 1 où b représente le rayon

suivant le grand axe et a celui suivant le petit axe.
L�ellipticité dépendant des conditions de synthèse, il est possible de l�accentuer

jusqu�à obtenir des nano-bâtonnets [6]. Il est possible d�obtenir des ellipticités supérieures
à 2.

1.2 Propriétés électroniques

A�n de comprendre les propriétés optiques des nanocristaux il est nécessaire de
s�intéresser à leur structure électronique et notamment à celle du matériau massif.

1.2.1 Le semi-conducteur massif

Approximation des masses e¤ectives

Les nanocristaux étudiés dans cette thèse sont de type II-VI à gap direct (Eg=1,75
eV). Les atomes de cadmium Cd et de sélénium Se les constituant appartiennent aux co-
lonnes II et VI de la classi�cation périodique respectivement. Dans le matériau massif les
bandes de valence et de conduction sont considérées comme isotropes dans l�approximation
des masses e¤ectives. D�après le théorème de Bloch, les fonctions d�ondes électroniques dans
un cristal s�exprime comme [34] :

	nk(~r) = unk(~r):e
i~k:~r (1.1)

où les indices n et k font référence à l�indice de la bande et au vecteur d�onde respectivement.
unk est une fonction périodique du réseau cristallin. L�énergie de ces fonctions d�onde est
représentée en fonction du vecteur d�onde k par de simples bandes paraboliques. Ainsi les
relations de dispersion pour les bandes de valence et conduction s�écrivent :

Ec(k) =
~2k2

2m�
c

+ Eg (1.2)

Ev(k) = �
~2k2

2m�
v

(1.3)

où m�
c et m

�
v sont les masses e¤ectives de l�électron dans la bande de conduction et de

valence respectivement. Cette approximation permet de traiter l�électron et le trou comme
des particules libres de masses di¤érentes.
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Bande de valence dégénérée

La bande de conduction est principalement constituée de l�orbitale s du cadmium
[36] et est dégénérée deux fois par le spin des électrons. Si la bande de conduction est
bien décrite par la théorie des masses e¤ectives, le traitement de la bande de valence est
plus complexe. En e¤et la dégénérescence liée au spin de l�électron est de 6 en raison du
caractère p de l�orbitale du sélénium [40]. La dégénérescence est partiellement levée par
l�interaction spin-orbite, importante dans le sélénium, couplant le moment cinétique orbital
�!
L et le spin de l�électron

�!
S . On dé�nit alors le moment cinétique total

�!
JB =

�!
L+

�!
S qui

peut prendre deux valeurs dans la bande de valence : 12 ou
3
2 . Cette levée de dégénérescence

donne naissance à deux bandes séparées en k=0 par la constante de couplage spin-orbite
�SO = 420meV dans le CdSe (Fig.1.2). La dégénérescence est au sein de la bande JB =
3
2 est également levée par l�asymétrie de la structure cristalline wurtzite (terme de champ
cristallin) pour donner naissance à deux bandes di¤érant par leur projection du moment
cinétique total, JZ , suivant l�axe de quanti�cation [41]. Ainsi la bande Jz = �3

2 sera appelée
bande de trou lourd (heavy hole hh) et par opposition la bande Jz = �1

2 sera appelée bande
de trou léger (light hole lh). Ces deux bandes sont séparées de 25 meV à k = 0.

3/2

1/2

Fig. 1.2: Structure de bande du CdSe massif. Les valeurs des masses e¤ectives sont issues
de la référence [42].

Par analogie avec la bande de conduction, on peut dé�nir des relations de dispersion
pour les bandes de valence au voisinage de k = 0 : Eiv(k) =

~2k2
2m�

i
, où m�i correspond à la

masse e¤ective de l�électron dans chaque bande i.
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1.2.2 E¤et du con�nement quantique

Régimes de con�nement

Dans un semiconducteur, l�absorption d�un photon ayant une énergie supérieure
au gap est susceptible de créer une paire électron-trou liée ou exciton. La cohésion de cette
paire est assurée par l�interaction coulombienne entre les deux charges. Lorsque la taille
diminue il est nécessaire de tenir compte également de l�e¤et du con�nement quantique.
Ces deux e¤ets n�évoluent pas de la même manière en fonction de la taille du système :
l�énergie d�interaction coulombienne évolue typiquement en 1=R tandis que le l�énergie de
con�nement varie comme 1=R2. Il est commode de dé�nir le rayon de Bohr excitonique aexc
dans un modèle d�atome hydrogénoïde :

aexc = "
m

m�a0 (1.4)

où a0 est le rayon de Bohr de l�atome d�hydrogène, " est la susceptibilité diélectrique du
matériau semiconducteur, m est la masse de l�électron et m� la masse réduite d�une paire
électron-trou. Dans le CdSe le rayon de Bohr excitonique est d�environ 5,6 nm. On distingue
ainsi deux régimes de con�nement :

- R > aexc ou régime de con�nement faible, les e¤ets de con�nement quantique
sont traités de manière perturbative.

- R < aexc ou régime de con�nement fort, l�électron et le trou sont con�nés dans la
bande de conduction et la bande de valence respectivement et les interactions coulombiennes
sont traitées de manière perturbative. Par commodité dans la suite du manuscrit, nous
appelerons la paire électron-trou créée dans les nanocristaux : exciton.

Fonction d�onde dans un nanocristal

Le formalisme de l�approximation des masses e¤ectives repose principalement sur
l�hypothèse que le cristal doit être su¢ samment grand devant le pas du réseau cristallin.
Etant donné que dans le CdSe le pas du réseau cristallin est de 0,43nm, il est raisonnable
de considérer que le formalisme présenté est toujours valable pour des cristaux de tailles
nanométriques. Dans ces conditions nous pouvons exprimer la fonction d�onde d�un électron
ou d�un trou dans une bande d�indice n comme une combinaison linéaire de fonctions de
Bloch :

	n(
�!r ) =

X
k

c
n~k
u
n~k
(�!r )ei~k:~r: (1.5)

En pratique u
n~k
(�!r ) varie peu en fonction du vecteur d�onde ~k et on considère que u

n~k
(�!r ) =

un~0(
�!r ): On obtient donc une factorisation de la fonction d�onde de Bloch [35] :

	n(
�!r ) � un~0(

�!r )�n(�!r ) (1.6)

où �n(
�!r ) est la fonction d�enveloppe qui s�exprime comme :
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�n(
�!r ) =

X
k

c
n~k
:ei
~k:~r (1.7)

Etant donné que le rayon du nanocristal R est plus grand que le paramètre de maille p du
réseau cristallin, la fonction de Bloch périodique et la fonction d�enveloppe varient sur des
échelles spatiales distinctes. Dans ce cas la partie enveloppe obéit à l�équation de Schrödinger
et permet de déterminer les niveaux d�énergie excitoniques.

Con�nement de l�électron dans la bande de conduction

Comme énoncé précédemment, la bande de conduction est dégénérée deux fois par
le spin de l�électron et est bien décrite par l�approximation des masses e¤ectives. L�électron
est ainsi considéré comme une particule libre de masse m�

e dans un puit de potentiel. La
fonction d�onde de l�électron dans la bande de conduction s�exprime donc comme :

	e(r) = ue(r)�e(r): (1.8)

La fonction d�enveloppe �e(r) véri�e l�équation de Schrödinger :�
� ~2

2m�
e

52
e +Ve (r)

�
�e(r) = E�e(r): (1.9)

Le potentiel étant donné par :

Ve (r) =

�
0 si r < R

1 si r > R

�
(1.10)

En considérant l�électron dans un potentiel central, les fonctions propres �e(
�!r ) , solutions

de l�équation de Schrödinger (Eq 1.9), s�expriment comme le produit d�une fonction d�onde
radiale avec une fonction harmonique sphérique, Y ml (�; ') :

�e(
�!r ) �

jl(kln
r
R)

r
:Y ml (�; ') ; (1.11)

où jl est la fonction de Bessel d�ordre l. La valeur de kln est déterminée par la condition aux
limites 	(r = R) = 0: Ainsi klnR est le le ni�eme zéro de la fonction de Bessel d�ordre l. Les
énergies de l�électron sont alors données par :

Enlme =
~2kln2

2m�
e

(1.12)

Les solutions de cette équation sont de type hydrogénoïde avec le nombre quantique radial
n et les nombres quantiques angulaires l et m. La première valeur possible pour k est �

R et
correspond à un état 1s. L�énergie associée à cet état s�écrit donc :

E1se =
~2�2

2m�
eR

2
(1.13)
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Les états électroniques sont représentés comme en physique atomique avec nLe où aux
valeurs de Le (0,1,2,..) correspondent les symboles (S,P,D,..). Dans le cas présent, l�état est
noté 1Se, le e correspondant à l�électron. En tenant compte du spin de l�électron, chaque
état est dégénéré 2(2Le+1) fois. Le moment cinétique total de l�électron dans la bande de
conduction

�!
I est dé�ni comme étant la somme du moment cinétique

�!
Le et du spin

�!
S .

Con�nement du trou dans la bande de valence

Contrairement aux électrons pour lesquels le traitement est simple en raison du
caractère unique de la bande de conduction, le formalisme associé aux calculs des fonctions
d�onde et des énergies du trou repose sur un modèle à trois bandes utilisant l�Hamiltonien
de Luttinger [36, 37, 38]. En raison de l�interaction entre les bandes, les bons nombres
quantiques associés à ce modèle sont le moment cinétique total

�!
J , sa projection sur l�axe

de quanti�cation JZ et la parité. Le moment cinétique total est dé�nit comme suit :
�!
J =�!

Lh+
�!
Ji où

�!
Lh est le moment cinétique orbital et

�!
Ji le moment cinétique de la bande i.

L�énergie du niveau de trou le plus bas est donnée par [39] :

E
3=2
h (�) =

~2'2(�)
2mhhR2

(1.14)

où � correspond au rapport mlh
mhh

et '(�) est la première racine de l�équation :

j0(')j2(
p
�') + j2(')j0(

p
�') = 0 (1.15)

Par analogie avec les niveaux des électrons, les états de trou seront notés nLJ . Ici
le niveau fondamental du trou est 1S 3

2
et est quatre fois dégénéré en LZ .

Suite à ces développements il est possible de dé�nir l�énergie des états excitoniques
dans le CdSe. En première approximation l�énergie d�un état excitonique Eexc est donc la
somme des énergies de l�électron de la bande de conduction et du trou de la bande de valence,
à laquelle il convient d�ajouter une correction Vcoul due à l�interaction coulombienne entre
les porteurs. Un calcul perturbatif à l�ordre 1 donne [35] :

Vcoul = �1; 8
e2

"0"rR
(1.16)

où "r est la permittivité diélectrique relative du CdSe. Par conséquent l�énergie d�un état
excitonique s�écrit comme :

Eexc = Ee + Eh + Vcoul ' Ee + Eh � 1; 8
e2

"R
(1.17)
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Conséquences sur l�émission et l�absorption des nanocristaux

Dans les années 90, des expériences pompe-sonde sélectives en taille [42, 43] ont
permis d�identi�er jusqu�à 10 raies d�absorption qui ont pu être modélisées en tenant compte
de la structure complexe de la bande de valence. Pour des énergies supérieures à 1 eV au
dessus de l�état 1Se1S 3

2
aucune raie discrète n�a pu être mise en évidence. Si à ces énergies

les niveaux quanti�és dans la bande de conduction sont clairement espacés, les niveaux
de trou sont en revanche très proches donnant lieu à un quasi-continuum en absorption
(Fig.1.3.a). Les nanocristaux présentent ainsi l�avantage d�être excitables sur une grande
plage d�énergie (Fig.1.3.b).
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Fig. 1.3: a) Représentation des niveaux d�électrons et de trous dans la bande de conduction
et de valence respectivement. Le chevauchement des niveaux de structure �ne du trou au delà
de l�état 1S 3

2
forme un quasi-continuum. b) Spectres d�absorption (trait plein) et d�émission

(trait hachés) de nanocristaux en solution.

Une des principales conséquences attendues de la discrétisation des niveaux d�éner-
gie dans les nanocristaux est le ralentissement des relaxations intrabandes (phonon bottle-
neck) par rapport au matériau massif en raison des restrictions imposées par la conservation
de l�énergie et du moment cinétique. En contradiction avec cette attente, les relaxations in-
trabandes se font sur des échelles de temps de l�ordre de quelques picosecondes [44, 45]. Cette
relaxation rapide est due au transfert d�énergie de type Auger de l�électron vers le trou exalté
par le con�nement. Dans ce processus, l�excès d�énergie de l�électron est transféré au trou
qui peut se relaxer par l�émission de phonons [66]. Or l�e¤et de goulot d�étranglement n�est
pas attendu pour la relaxation du trou car, contrairement aux niveaux d�énergie de l�élec-
tron, les niveaux d�énergie du trou dans la bande de valence forment un quasi-continuum
[66, 47]. Ainsi après excitation, le nanocristal relaxe très rapidement depuis l�état excité
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vers le fondamental 1Se1S 3
2
à partir duquel l�émission des photons est réalisée.

1.2.3 Structure �ne de l�état fondamental 1Se1S 3
2

Levée de dégénérescence

La transition fondamentale revêt une importance particulière. C�est en e¤et à partir
de l�état excitonique le plus bas que sont émis les photons de luminescence. Tout comme
les niveaux d�énergie atomiques, les niveaux excitoniques d�un nanocristal possèdent une
structure �ne. La levée de dégénérescence s�e¤ectue suivant le moment cinétique total

�!
F

=
�!
I +

�!
J de l�exciton. Pour le niveau fondamental, F peut donc prendre les valeurs F = 1,

2.
- Les états jF = 1; Fzi sont notés

��FUz �
- Les états jF = 2; Fzi sont notés

��FLz �
On montre que la levée de dégénérescence provient essentiellement de deux contri-

butions :
�Une contribution diagonale dite d�asymétrie. Ce terme contient deux compo-

santes. La première est due à la structure wurtzite du CdSe massif (terme de champ cris-
tallin) qui sépare les bandes de valence A et B d�environ 25meV. La seconde provient de la
non-sphéricité du nanocristal.

�Une contribution non-diagonale, issue de l�interaction d�échange qui couple dif-
férents états de spin de l�électron et du trou. Cette interaction est particulièrement exaltée
dans une nanostructure semiconductrice [48]. C�est la contribution dominante pour des
nanocristaux de rayon R < 2 nm.

La prise en compte des termes d�asymétrie et d�interaction d�échange permet une
levée partielle de la multiplicité 8 de l�état excitonique fondamental en 5 sous-niveaux. Efros
et al.[46] ont calculé la dépendance en fonction du rayon de l�éclatement de ces niveaux (Fig
1.4.a) :

E2 =
�3�
2
� �
2

(1.18)

EU;L1 =
�

2
�
r
(2� ��)2

4
+ 3�2 (1.19)

EU;L0 =
�

2
+
�

2
� 2� (1.20)

où U (upper) et L (lower) correspondent aux signes �+�et �-�respectivement. Les indices
2, 1 et 0 correspondent aux projections j Fz jdu moment cinétique total de l�exciton et � est
une fonction du rayon du nanocristal issue de l�interaction d�échange électron/trou vallant
� = (aB=R)

3~!ST�(�); où ~!ST = 0; 13meV [13] et �(�) est un paramètre sans dimension
qui vaut 0,78 dans le CdSe [14]. Ce travail théorique met également en évidence une forte
dépendance des positions relatives des niveaux d�énergie avec la forme des nanocristaux.
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Chapitre 1 : Propriétés des nanocristaux semiconducteurs de CdSe/ZnS

Ainsi pour les nanocristaux de forme prolate (Fig.1.4.b) l�in�uence du terme d�asymétrie est
particulièrement importante. En e¤et les termes d�asymétrie dus à la forme et à la structure
wurtzite étant de signe opposé, on observe un croisement de niveau pour un rayon proche
de 3 nm. Ainsi pour des rayons inférieurs à �3 nm, l�état

��0L� devient l�état fondamental
de l�exciton.

Rayon effectif (Angström)
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Fig. 1.4: Eclatement de la structure �ne du niveau excitonique 1S e1S 3=2 en fonction du
rayon du nanocristal a) parfaitement sphérique et b) prolate avec une ellipticité � = 0,28.
Les lignes en traits pointillés (plein) correspondent aux niveaux optiquement interdits (per-
mis).

A�n de décrire la structure �ne du spectre d�absorption et du spectre d�émission,
il est nécessaire de calculer la force d�oscillateur de ces cinq états excitonique. La force
d�oscillateur f d�un état excitonique de moment angulaire total F est proportionnelle au
carré de l�élément de matrice dipolaire électrique entre la fonction d�onde de cet état j	F i
et celle de l�état vide d�exciton, noté j0i :

PF = jh0jê:p̂j	F ij2 (1.21)

où 	F est la fonction d�onde de l�état excitonique, p̂ est l�opérateur moment dipolaire
électrique et ê le vecteur polarisation du champ électromagnétique absorbé ou émis.

En utilisant cette expression il est possible de déterminer la force d�oscillateur
de chaque niveau de structure �ne. L�état dont le moment cinétique total est 2 ne peut
donner lieu à une recombinaison radiative car un photon ne peut pas transporter un moment
cinétique supérieur à l�unité. Cet état est généralement appelé état noir car sa recombinaison
radiative est interdite dans l�approximation dipolaire électrique.

A partir de l�équation (1.21) on peut déterminer la force d�oscillateur des états
F=0 :

PU;L0 = jh0jê:p̂j	U;L0 ij2 = NU;L
0 cos 2� (1.22)
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Chapitre 1 : Propriétés des nanocristaux semiconducteurs de CdSe/ZnS

où � est l�angle entre la polarisation absorbée ou émise avec l�axe cristallographique c et
NL
0 = 0, NU

0 = 4KP 2

3 où P = h Sjp̂zjZi est l�élément de matrice de Kane couplant les
bandes de conduction et de valence du semiconducteur massif et K le carré de l�intégrale de
recouvrement :

K =
2

a
j
Z
dr:r sin

��r
a

�
R00 (r) j2: (1.23)

La valeur de K dépend uniquement du paramètre � = mlh
mhh

et est indépendante de la taille
du nanocristal. De manière analogue il est possible de déterminer les forces d�oscillateur des
états �1L et �1U :

PU;L1 = NU;L
1 sin 2� (1.24)

où NU
1 et NL

1 sont des fonctions qui dépendent fortement du rayon des nanocristaux [13].
Le calcul des forces d�oscillateur fait donc apparaître deux transitions optiquement

interdites représentées par les états 0L et 2, appelés états " noir ", et trois transitions
radiatives provenant des états 0U , �1L et �1U , appelés états " brillants ". Les forces
d�oscillateur PU1 , P

L
1 et P

U
0 des transitions autorisées (normalisées par rapport à PU0 ) sont

représentées en fonction de la taille, pour un nanocristal sphérique, sur la �gure 1.5.

111213152030
Rayon (Angström)

Fo
rc

e 
d’

os
ci

lla
te

ur
 re

la
tiv

e 2

1

0

10111213152030
Rayon (Angström)

Fo
rc

e 
d’

os
ci

lla
te

ur
 re

la
tiv

e 2

1

0

10

Fig. 1.5: Evolution des forces d�oscillateur relatives des 3 états brillants de la structure �ne
en fonction du rayon du nanocristal (d�après la référence [14]).

Mise en évidence expérimentale de la structure �ne

Dans la deuxième moitié des années 1990, les travaux du groupe de M.G. Ba-
wendi [42, 14] ont permis de comparer avec succès la structure �ne théorique à des spectres
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Chapitre 1 : Propriétés des nanocristaux semiconducteurs de CdSe/ZnS

d�excitation de la �uorescence et de « rétrécissement de la raie de �uorescence » (FLN).
L�existence de l�exciton "noir" de plus basse énergie a en outre été con�rmée par des mesures
de la durée de vie d�ensemble de nanocristaux sous champ magnétique [13]. Les auteurs ont
montré que l�évolution de la durée de vie avec le champ magnétique est le résultat d�un
mélange entre l�état j � 2i et l�état j � 1Li induit par la composante du champ magnétique
perpendiculaire à l�axe wurtzite des nanocristaux.

Plus récemment, Labeau et al. ont e¤ectué une étude du déclin de luminescence de
nanocristaux individuels quasi-sphériques en fonction de la température [17]. L�observation
de deux temps caractéristiques de relaxation a pu être interprétée quantitativement à l�aide
d�un modèle à trois niveaux impliquant l�état vide d�excitons, l�état métastable de plus basse
énergie j�2i, et l�état optiquement actif

���1L�. La dépendance du temps long en fonction
de la température a permis de déduire l�écart énergétique entre les états �ns métastable et
brillant. Ces résultats constituent donc une véri�cation expérimentale de l�existence d�une
structure �ne à l�échelle de la particule individuelle. Ils furent complétés en 2005 par l�équipe
de U. Woggon qui a e¤ectué des expériences similaires sur des échantillons de nanobâtonnets
de CdSe cylindriques, de longueur �xée (25 nm) mais de rayon variable (entre 2.5 nm et
4 nm). Conformément aux prédictions théoriques de Efros et al. [46], les auteurs de la
référence [49] ont observé une évolution des positions relatives des niveaux de la structure
�ne. Pour une valeur critique du rayon des bâtonnets, l�émission est réalisée à partir d�un
état «quasi-brillant» .

1.3 Propriétés optiques des nanocristaux individuels de CdSe/ZnS

1.3.1 Intérêt de l�étude de nanocristaux individuels

L�étude de nano-objets individuels présente le grand avantage de s�a¤ranchir des
e¤ets de moyenne qui sont inévitables lorsqu�on e¤ectue des mesures d�ensemble. La mesure
de plusieurs paramètres photophysiques sur un même nano-objet, puis répétée sur un grand
nombre de nano-objets, révèle alors la distribution statistique de ces paramètres. De plus,
elle autorise la recherche de corrélations éventuelles entre ces distributions. La spectroscopie
de nano-objets individuels permet également de mesurer les �uctuations d�un paramètre
physique qui seraient totalement invisibles à l�échelle macroscopique. Il s�agit donc d�un
outil très puissant pour mieux comprendre la photophysique de systèmes nanoscopiques ou
mésoscopiques comme les nanocristaux semiconducteurs de CdSe.

Grâce à sa sensibilité à des champs extérieurs, tels un champ de pression ou un
champ électrostatique, un nano-objet unique peut être utilisé comme sonde locale de son
environnement à l�échelle nanométrique. On peut aussi s�en servir pour réaliser une source
de lumière non classique. Par exemple, la mise en évidence du dégroupement de photons
de luminescence issus d�un objet quantique unique a conduit à la réalisation de sources
déclenchées de photons uniques [20].
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1.3.2 E¤et Auger dans les nanocristaux

Dans les nanocristaux semiconducteurs, le potentiel coulombien moyen, bien que
négligeable par rapport au potentiel de con�nement, est considérablement exalté. Ainsi,
l�énergie des porteurs est susceptible d�être redistribuée via des processus coulombiens à
deux ou plusieurs corps appelés processus Auger. L�ensemble de ces processus est résumé
sur la �gure 1.6.

Fig. 1.6: Processus Auger intervenant dans les processus de relaxation excitonique. Adapté
de la référence [62].

Sur les �gures 1.6 (a) et (b), on observe le processus Auger dit de thermalisa-
tion électronique, en régime mono ou multi-excitonique respectivement, correspondant au
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transfert d�énergie d�un électron, initialement dans un état très excité, vers un trou [63].
En étudiant indépendamment la dynamique des électrons (dans le domaine optique) et des
trous (dans le domaine Térahertz), Hendry et al. sont très récemment parvenus à apporter
une preuve expérimentale directe du transfert d�énergie de l�électron vers le trou [64]. La
relaxation dans la bande de valence, du fait de la plus grande densité d�états �naux ac-
cessibles pour le trou, est moins a¤ectée par l�e¤et de goulot d�étranglement et s�e¤ectue
alors via émission de phonons sur des temps de l�ordre de la picoseconde selon la taille des
nanocristaux [65, 66].

Ces processus de thermalisation sont à distinguer des processus Auger dits de
recombinaison multiexcitonique, où l�énergie d�une paire électron-trou est transférée à un
autre exciton (cf. Fig. 1.6 (c,d)) ou à une charge spectatrice (Fig. 1.6 (e,f)) dans le cas d�un
nanocristal ionisé. Ces processus constituent des voies de recombinaison non radiatives e¢ -
caces, qui entrent en compétition avec les processus radiatifs. A l�issue d�une recombinaison
Auger, les porteurs restants sont promus vers des niveaux excités. La recombinaison Auger
d�un multiexciton est donc susceptible de favoriser l�ionisation d�un nanocristal [68, 69]. En
2000, Klimov et al. ont fait une étude systématique des processus de recombinaison mul-
tiexcitoniques sur des échantillons de nanocristaux de CdSe monodisperses [70]. Les temps
caractéristiques de recombinaison ont pu être déduits des signaux d�absorption transitoire,
enregistrés après avoir excité les nanocristaux à l�aide d�une impulsion laser pompe suf-
�samment intense pour former en moyenne plusieurs excitons par nanocristal. Ces temps
sont proportionnels au volume du nanocristal et se situent dans le domaine picoseconde
(Fig 1.7).

Fig. 1.7: Temps de relaxation Auger en fonction du rayon de nanocristaux de CdSe. Adapté
de la référence [70].

Le dégroupement de photons observé sur les mesures d�autocorrélation de l�inten-
sité de �uorescence de nanocristaux de faible taille (Fig 1.8) est une des principales consé-
quences de cette recombinaison Auger multiexcitonique e¢ cace [18, 12]. La luminescence

19



Chapitre 1 : Propriétés des nanocristaux semiconducteurs de CdSe/ZnS

des nanocristaux provient uniquement de l�état monoexcitonique et peut être modélisée par
l�émission issue d�un système à 2 niveaux.
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Fig. 1.8: Histogramme des coïncidences d�un nanocristal individuel de CdSe/ZnS à tempé-
rature ambiante [18].

La fonction d�autocorrélation g(2) (t; �) est dé�nie par :

g(2)(t; �) =
h I (t) :I (t + �)i

h I (t)i2
(1.25)

où I (t) est l�intensité instantanée à t et les crochets désignent une moyenne temporelle.
On montre que pour un système à 2 niveaux la fonction de corrélation d�ordre 2 s�exprime
comme le rapport entre la population de l�état excité jei à l�instant � sachant que le système
est dans l�état fondamental à � = 0; �e(�); et la population stationnaire �e(1) :

g(2)(�) =
�e(�)

�e(1)
= 1� e�(W + �) � (1.26)

avec W le taux de pompage et ��1 la durée de vie de l�état excité jei. Il est important de
préciser que cette expression est valide si le taux de pompage est beaucoup plus faible que
les processus de relaxation non radiatifs. Ainsi d�après cette équation on obtient :

g(2)(0) = 0

g(2)(0) � g(2)(�)
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1.3.3 Phénomènes de clignotement et de di¤usion spectrale

Les mesures de l�intensité de la luminescence de nanocristaux de CdSe/ZnS in-
dividuels au cours du temps révèlent que ceux-ci ne présentent pas un taux de �uores-
cence stable. Ainsi la luminescence �uctue aléatoirement entre un état "allumé" ("on") et
"éteint" ("o¤") (Fig.1.9). Ce phénomène de clignotement n�est pas restreint uniquement
aux nanocristaux semiconducteurs de CdSe mais est constaté dans d�autres nanocristaux
semiconducteurs comme le CdTe [52], l�InAs [53] et le Si [54]. Ce phénomène a également
été observé sur d�autres nano-objets comme les molécules de colorant [50] ou les nanotubes
de carbone [51].

Fig. 1.9: Trace temporelle d�un nanocristal de CdSe/ZnS sous excitation continue à tempé-
rature ambiante, mettant en évidence le phénomène d�intermittence de la luminescence.

Les études du clignotement de la luminescence indiquent que la distribution des
périodes « brillantes » et « sombres » suit une loi de puissance sur cinq décades, de la
milliseconde à la centaine de secondes [57, 52, 58]. Les périodes sombres sont attribuées
au passage par e¤et tunnel d�une charge de la paire électron-trou vers un état de surface.
Après ce transfert, le nanocristal chargé continue d�absorber mais il est noir en raison
d�une recombinaison Auger rapide, c�est-à-dire une relaxation non radiative de l�énergie
excitonique induite par la charge (Fig. 1.6 (e,f)). L�émission reprend lorsque le porteur
piégé revient neutraliser le nanocristal. Lorsque le nanocristal est excité à forte intensité, les
périodes brillantes sont raccourcies par un processus d�ionisation Auger, initié par la création
d�excitons multiples au sein du nanocristal : l�énergie libérée lors de la recombinaison d�une
paire électron-trou peut être transférée à une autre paire, causant l�éjection à la surface
d�un électron ou d�un trou. L�émission reprend lorsque le porteur éjecté revient neutraliser
le nanocristal.

Les méthodes de spectroscopie de nanocristaux uniques ont également révélé une
corrélation entre le phénomène de clignotement de la luminescence et la di¤usion spectrale
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[15, 16]. Les sauts spectraux accompagnent généralement une période sombre et sont at-
tribués à une réorganisation des charges à la surface du nanocristal induite par la charge
piégée.

1.4 Conclusion

Possédant une section e¢ cace d�absorption élevée sur un spectre continu et large,
les nanocristaux de CdSe sont des �uorophores qu�il est facile d�exciter optiquement. Les
propriétés d�émission des nanocristaux sont considérablement a¤ectées par le con�nement
quantique des porteurs, puisque celui-ci discrétise les niveaux d�énergie au voisinage de
la bande interdite. Du fait de leur petite taille (< 5 nm), les nanocristaux de CdSe sont
des structures dont les porteurs sont fortement con�nés, ce qui exalte des e¤ets d�interac-
tion coulombienne (comme l�interaction d�échange) généralement faibles sur les systèmes
peu con�nants (solide massif, boîtes quantiques épitaxiées). Tant sur le plan théorique
qu�expérimental, il est bien établi que pour des nanocristaux de CdSe sphériques ou quasi-
sphériques, l�exciton de bord de bande (1S3=2-1Se) est éclaté en cinq niveaux d�énergie par
l�interaction d�échange et par le champ cristallin du réseau hexagonal. L�état excitonique
fondamental, que l�on dénomme « état noir » , a une projection de moment angulaire total
Fz = �2 suivant l�axe de symétrie hexagonale du cristal. Il est situé quelques meV sous
l�état excitonique optiquement actif (Fz = �1L) de plus basse énergie.

Les études du spectre d�émission et du déclin de la luminescence en fonction de
champs magnétiques appliqués [14] et en fonction de la température [17] montrent que
la luminescence de nanocristaux à fort con�nement provient des deux états excitoniques
de plus basse énergie mélangés thermiquement. A la température de l�hélium liquide, la
luminescence de ces nanocristaux est émise majoritairement à partir de l�état « noir » ,
car pour l�état brillant le taux de relaxation par renversement de spin domine le taux de
recombinaison radiative.

A l�heure actuelle, le phénomène de clignotement dans la luminescence, intrinsèque
aux nanocristaux, est un facteur qui limite les études des propriétés d�émission à l�échelle
individuelle. Cette instabilité se traduit notamment par des sauts spectraux sur les spectres
d�émission ainsi qu�un élargissement des raies d�émission, ce qui empêche toute étude de
suivi en fonction du champ magnétique de l�éclatement énergétique des états excitoniques.
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Chapitre 2

Montages expérimentaux

2.1 Préparation des échantillons

Les nanocristaux de CdSe/ZnS étudiés au cours de cette thèse (Qdot Corp QD655)
ont une longueur d�onde d�émission à température ambiante centrée à 655 nm (Figure 2.1.A).
Le rayon moyen des nanocristaux est estimé à 4nm à partir du premier pic d�absorption
[35]. Cette estimation a récemment été con�rmée sur ces nanocristaux par des mesures de
microscopie de transmission électronique (TEM) [61] (Figure 2.1.B). Les auteurs ont ainsi
déterminé un diamètre moyen de (6; 95� 0; 88)nm. Il est important de remarquer que la
majorité des nanocristaux présentent également une ellipticité importante (Fig 2.1.B) avec
un rapport d�aspect moyen de 1,75.

A�n de permettre une sélection des nanocristaux individuels en microscopie op-
tique confocale, nous préparons une solution nanomolaire de nanocristaux dans du poly-
vinyl-alcool (PVA). Pour cela, une solution de PVA dans de l�eau pure (2% en masse)
contenant les nanocristaux est déposée à l�aide d�une tournette sur une lamelle de micro-
scope préalablement nettoyée par plasma.

2.2 Sources laser

2.2.1 Excitation continue

A�n de réaliser des images de nos échantillons nous avons utilisé un laser continu
Nd :YAG doublé émettant à 532nm. Ce laser a été également utilisé lors de l�acquisition de
spectres de photoluminescence et de mesures de l�autocorrélation de l�intensité de lumines-
cence en régime continu.
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Fig. 2.1: (A) Spectre d�absorption (trait plein) et d�émission (pointillé) d�une solution de
QD655. (B) Image TEM de QD655. Les distributions des longueurs, largeurs et rapport
d�aspect ont été réalisées sur plus de 200 nanocristaux individuels (d�après [61]).

L�excitation résonnante des niveaux excitoniques de plus basse énergie a été réalisée
grâce à un laser à colorant, en fonctionnement monomode longitudinal, pompé par un laser
continu Nd :YAG doublé. Compte tenu de l�émission de nos nanocristaux qui se situe vers
630nm à basse température, nous avons utilisé un colorant Kiton red 620 dilué dans un
mélange méthanol/éthylène glycol. La résolution spectrale du laser est de 1MHz sur une
échelle de temps de plusieurs secondes.

2.2.2 Excitation impulsionnelle

L�excitation laser pulsée, utilisée pour les mesures de déclin de luminescence, est
réalisée à partir d�un laser femtoseconde (250 fs FWHM) Ti : saphir pompé par un laser
doublé Nd :YAG. Le faisceau de sortie du Ti :saphir est par la suite utilisé pour pomper
le cristal de KTP d�un oscillateur paramétrique optique (OPO). La fréquence est doublée
intracavité grâce à un cristal de LBO (l�accord de phase est réalisé par un asservissement
de la température). L�accordabilité de la fréquence de sortie de l�OPO est réalisée grâce à
la longueur d�onde de la pompe. Le schéma synoptique de la chaîne laser est présenté sur
la �gure 2.2.a.

Le taux de répétition des impulsions en sortie de l�OPO peut être réduit à l�aide
d�un sélecteur d�impulsions, a�n d�obtenir une période d�excitation plus grande que la durée
de vie de photoluminescence des nanocristaux (Figure 2.2.b). Le faisceau laser est di¤racté
dans l�ordre 1 par deux modulateurs acousto-optiques (MAO) en série. L�onde acoustique
pulsée et synchronisée sur les impulsions incidentes permet de faire varier le taux de répé-
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Fig. 2.2: a) Schéma de la chaîne laser impulsionnelle. b) Schéma de principe du sélecteur
d�impulsion. Le sélecteur d�impulsion basé sur deux modulateurs acousto-optiques en série
permet de diviser la cadence des impulsions par un facteur entier �2.

tition de 80MHz à quelques kHz. Après le passage à travers les deux MAO, l�intensité des
impulsions résiduelles est atténuée d�un facteur 104.

Les 3 di¤érents faisceaux laser (continu Nd :YAG doublé, continu monomode et
pulsé) ont été couplés dans une �bre optique monomode en amont du système d�imagerie.
Grâce à ce dispositif nous avons pu changer le faisceau excitateur et l�intensité d�excitation
sans modi�cation du pointé sur le nanocristal.

2.3 Système d�imagerie confocal à basse température

2.3.1 Cryogénie

Les études en fonction de la température et du champ magnétique ont été réalisées
à l�aide d�un cryostat à hélium liquide Spectromag (Oxford Instrument) dont le schéma de
principe est présenté sur la �gure 2.3.

A�n de limiter les transferts de chaleur par convection un vide secondaire (�
10�6torr) assuré par une pompe turbo-moléculaire est maintenu dans l�enceinte. En outre
la présence d�un écran froid, relié à un réservoir d�azote liquide, permet de limiter l�émission
et l�absorption de radiations infrarouges qui favorisent l�évaporation de l�hélium liquide.
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Fig. 2.3: Schéma de principe du cryostat Spectromag (Oxford Instrument).
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L�espace réservé à l�échantillon (chambre), alimenté en hélium liquide, est placé en
dépression grâce une pompe primaire. Le contrôle de la température au sein de la chambre
est assuré par un asservissement du débit d�hélium gazeux au niveau de l�échangeur. Le
système contrôle le débit d�hélium liquide grâce au pointeau motorisé et la tension aux
bornes de la résistance de chau¤age placée au niveau de l�échangeur. Ce système permet
d�asservir la température de 2K à 200K avec une précision de 0,1K. Nous avons ajouté une
sonde de température supplémentaire sur le porte échantillon a�n de mesurer précisement
la température au niveau des nanocristaux.

La expériences sous champ magnétique ont été réalisées à l�aide de bobines supra-
conductrices placées dans le réservoir d�hélium liquide. Ce système nous a permis de réaliser
des études jusqu�à des champs de 7 Tesla.

2.3.2 Système confocal

Un dispositif de microscopie confocale utilise un faisceau fortement focalisé sur un
faible volume d�excitation limité par di¤raction (volume confocal) à l�aide d�un objectif de
microscope de grande ouverture numérique. Le faisceau de luminescence, recueilli avec le
même objectif, est débarrassé des photons laser excitateur à l�aide d�un �ltre interférentiel
passe bande. Au cours de cette thèse nous avons utilisé des photodiodes à avalanche (APD)
dont la surface active est su¢ samment faible (� 200�m) pour réaliser le �ltrage spatial
sans avoir recours à un trou d�épingle et ainsi collecter uniquement les photons issus du
volume confocal. Nous avons utilisé des photodiodes à avalanche (modèle Perkins-Elmer)
à comptage de photons uniques. Les photons détectés sur la surface active de 200�m sont
convertis en série d�impulsions TTL de 5V de durée 20ns. Ces photodiodes présentent un
bruit d�obscurité de 70Hz et un rendement de détection de 65% à 655nm (données construc-
teur).

L�originalité de notre dispositif réside dans l�insertion de l�objectif de microscope
à l�intérieur du cryostat (Fig. 2.4.a). Cet objectif à air a une distance focale de 1mm avec
une distance frontale de 0,3mm ainsi qu�une ouverture numérique de 0,95.

En microscopie confocale il est nécessaire de balayer l�échantillon ou le faisceau
excitateur a�n de réaliser des images. Au cours de cette thèse nous avons utilisé deux
systèmes permettant de réaliser des images confocales à basse température de nanocristaux
individuels. Ces deux dispositifs utilisent le même objectif de microscope qui atteint la limite
de di¤raction tant à basse température (2K) que sous magnétiques intenses (7T).

2.3.3 Système télécentrique

La réalisation de l�image est possible grâce à des miroirs montés sur supports galva-
nométriques conjugués avec le plan focal arrière de l�objectif via un télescope (Figure 2.4.a).
Le mouvement des miroirs, piloté par un programme Labview via une carte d�acquisition,
permet de modi�er l�incidence du faisceau d�excitation et ainsi de balayer le plan focal avant
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de l�objectif. Ce dispositif permet d�acquérir des images ayant une taille maximale de 100�m
x 100�m.

échantillon Translation  suivant zObjectif
b)

échantillonobjectif

Cryostat
Miroirs sur support
galvanométrique télescope

a)

Ressorts de rappel

excitation

fluorescence

Lame
séparatrice

10/90

Photodiode à
avalancheFiltre

passe bande

Fig. 2.4: a) Schéma du système d�imagerie télécentrique à basse température. b) Photo du
système optique inséré dans le cryostat.

Sur la �gure 2.4.b est présentée une photographie du système optique placé à l�inté-
rieur de la chambre. L�objectif est approché de l�échantillon à l�aide d�une vis micrométrique
accessible de l�extérieur du cryostat. La grande stabilité mécanique de notre dispositif nous
a permis de réaliser des expériences pendant plusieurs semaines sur une même zone de 20�m
x 20�m de l�échantillon et ce même après plusieurs cycles thermiques du cryostat.

Les photodiodes et les miroirs sont reliés à une carte compteur qui permettent de
réaliser des images ainsi que de visualiser en temps réel le signal de luminescence détecté
par les photodiodes. Nous avons pu obtenir des images de nanocristaux individuels avec un
excellent rapport signal sur fond pouvant dépasser 50 (�gure 2.5).

Etant donné le risque d�altération du fonctionnement des miroirs galvanométrique
par le champ magnétique créé par les bobines du cryostat et inversement, nous avons utilisé
ce dispositif uniquement pour les expériences ne nécessitant pas l�utilisation du champ
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Fig. 2.5: Image de microscopie confocale à 2K de nanocristaux de CdSe/ZnS (QD655) dans
un �lm de PVA. Image de 20�m x 20�m réalisée avec un objectif à air de grande ouverture
numérique 0,95. L�intensité d�excitation continue est de 300W/cm2. Le temps d�intégration
par pixel est de 10ms.

magnétique.

2.3.4 Scanner piezoélectrique

L�application de champs magnétiques intenses a nécessité la mise en place d�une
méthode d�imagerie alternative aux miroirs galvanométriques. Nous avons utilisé un scanner
piezoélectrique Attocube qui nous a permis de réaliser des images à basse température (2K)
et sous champ magnétique intense (jusqu�à 7T). Le contrôle du déplacement du scanner est
assuré par le même programme que pour les miroirs galvanométriques. Ce scanner permet
d�imager une zone de l�échantillon 12�m x 12�m à 2K.

Ce scanner est monté sur 3 nanopositionneurs (Fig 2.6.a) dont l�excursion maxi-
male est de 4 mm. Les nanopositionneurs notés X et Y permettent de changer la zone de
l�échantillon à imager. Le contrôle de la distance échantillon- objectif est assuré au moyen
du dernier positionneur suivant l�axe Z. Le principe de fonctionnement de ces positionneurs
est présenté sur la �gure 2.6.b.

L�obtention d�un pas repose sur deux étapes :
- Tout d�abord l�axe de guidage est déplacé rapidement (quelques microsecondes)

de telle sorte que la force de friction est négligeable. Le bloc principal est ainsi libre et
demeure immobile (étape 2 de la �gure 2.6.b).
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Fig. 2.6: a) Photo du système Attocube. b) Principe de fonctionnement slip-stick des nano-
positionneurs.

- L�axe de guidage est ensuite ramené à sa position initiale de manière su¢ samment
lente de sorte que le bloc principal "adhère" et se déplace de �x (étape 3 de la �gure 2.6.b).

La taille du pas est ajustable par la tension appliquée.

La répétition périodique de cette séquence permet de réaliser un déplacement pas
à pas dans une direction. En outre ce fonctionnement est très avantageux du point de vue de
la stabilité. En e¤et après chaque séquence la tension appliquée sur la cale piézoélectrique
est nulle ce qui supprime toute dérive due à une alimentation externe.

Lors des expériences sous champ magnétique nous avons utilisé le même objectif
à grande ouverture numérique. L�ensemble du système a été monté sur une canne en titane
pour éviter toutes contraintes magnétiques.

2.4 Analyse spectrale de la photoluminescence

Lors de nos expériences nous avons analysé la dispersion de la luminescence à
l�aide d�un spectromètre à réseau Jobin-Yvon HR 460. La �uorescence est focalisée sur la
fente d�entrée du spectromètre vers un réseau 1800 traits/mm permettant une résolution
maximale de 3cm�1 pour une ouverture de la fente d�entrée de 20�m. Le faisceau dispersé
est ensuite focalisé sur une caméra CCD refroidie à l�azote liquide (Figure 2.7).
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Fig. 2.7: Schéma du spectromètre Jobin-Yvon HR460.

2.5 Analyses temporelles de la photoluminescence

2.5.1 Mesure du déclin de la luminescence

Les mesures de déclin de la luminescence ont été réalisées par la méthode de
comptage des photons uniques corrélés dans le temps ou TCSPC (Time Correlated Single
Photon Counting) (Figure 2.8).

Une partie du faisceau excitateur est prélevée à l�aide d�une lame séparatrice et
envoyée vers une photodiode rapide. Le signal est envoyé vers le module TimeHarp 200
constitué d�un convertisseur temps amplitude (TAC) qui déclenche une horloge sur le front
montant de l�impulsion. Les photons de �uorescence issus d�un nanocristal individuel sont
détectés par la photodiode à avalanche qui assurent l�arrêt de cette horloge. Ces écarts de
temps permettent de construire l�histogramme des délais d�arrivée des photons.

2.5.2 Mesure de l�autocorrélation de l�intensité de la luminescence

Cette mesure est réalisée avec un montage de type Hanbury-Brown-Twiss (HBT).
Dans cette con�guration, la �uorescence d�un nanocristal est séparée en deux à l�aide d�un
cube non polarisant 50/50 et dirigée vers deux photodiodes à avalanche (Figure 2.9).

Les photodiodes à avalanches sont connectées aux voies "start" et "stop" de la
carte TimeHarp 200 qui permet de construire l�histogramme des délais d�arrivé entre deux
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Fig. 2.8: Schéma du montage TCSPC.
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Fig. 2.9: Dispositif expérimental de mesure de l�autocorrélation de l�intensité. Les photo-
diodes à avalanche utilisées sont identiques du point de vue du rendement de détection et
du bruit d�obscurité.
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photons successifs. En outre, nous avons placé un �ltre passe bas entre les photodiodes a�n
d�éviter la diaphonie optique (crosstalk). A�n de caractériser ce montage et notamment le
rapport signal sur fond, nous avons réalisé l�autocorrélation de l�intensité de la luminescence
de nanocristaux individuels de CdSe/ZnS de 2nm de rayon (émission à centrée à 585nm à
température ambiante).

100 50 0 50 100

0,5

1,0

1,5

g²
(τ)

Délai (ns)

Fig. 2.10: Histogramme des coïncidences d�un nanocristal individuel de CdSe/ZnS à tem-
pérature ambiante. L�intensité d�excitation est de 1kW/cm2.

Le signal de luminescence utilisé pour réaliser l�autocorrelation est généralement
contaminé par du bruit qui provient soit d�un signal de �uorescence parasite, soit des pho-
todiodes, qui délivrent des coups noirs dont la statistique est poissonienne. On montre que
si un faible signal de fond est superposé au signal de luminescence alors la fonction d�auto-
corrélation descend au mieux à g(2)(0) = 2=�, où � est le rapport signal sur fond [67]. Sur
la �gure (2.10), g(2)(0) = 0; 07 ce qui conduit à un rapport signal sur fond de 30.
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Chapitre 3

Etude de la structure �ne de
l�exciton de bord de bande

3.1 Introduction

Dans les nanocristaux semi-conducteurs colloïdaux de CdSe, l�exciton de bord de
bande possède une structure �ne complexe déterminée par l�interaction spin-orbite dans
la bande de valence, la structure hexagonale du réseau cristallin ainsi que l�interaction
d�échange électron-trou [46]. Ces di¤érentes interactions donnent naissance à 5 niveaux
excitoniques dont trois possèdent une transition optique permise dans le cadre de l�approxi-
mation dipolaire électrique (ces niveaux sont généralement appelés "états brillant"). La
transition à partir des deux autres états étant interdite, ces niveaux sont appelés "états
noirs". Les mesures de déclin de la luminescence de nanocristaux individuels ont montré
qu�à basse température la luminescence provient des deux états de la structure �ne de plus
basse énergie qui correspondent à un état brillant situé quelques meV au dessus d�un état
noir [17]. Cet écart énergétique, qui dépend de l�interaction d�échange, varie entre 1 et 20
meV en fonction de la taille des nanocristaux. Les di¤érentes études du spectre d�émis-
sion de nanocristaux individuels à température cryogénique ne présentent qu�une seule raie
d�émission sans phonon [15, 55, 56], qui provient de la recombinaison radiative de l�état
noir. L�absence de la raie d�émission de l�état brillant indique la présence d�un mécanisme
de renversement de spin entre l�état brillant et l�état noir.

Dans ce chapitre, nous verrons dans un premier temps que l�absence de clignote-
ment dans le signal de luminescence nous a permis d�observer des raies d�émission d�une
grande �nesse spectrale limitées par la résolution du spectromètre (FWHM � 300�eV ).
Nous montrerons ensuite que l�analyse quantitative de l�étude en température du spectre
d�émission et du déclin de la luminescence de nanocristaux individuels nous a permis de dé-
terminer l�origine des di¤érentes raies observées sur les spectres d�émission ainsi que d�éva-
luer le taux de spin-�ip entre l�état brillant et l�état noir. Dans une seconde partie nous
présenterons les résultats de la première excitation résonnante des deux états excitoniques
de plus basse énergie d�un nanocristal individuel.
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3.2 Spectroscopie d�émission de nanocristaux individuels

Nos expériences à basse température montrent que sur des échelles de temps d�ob-
servation de quelques centaines de secondes, avec une résolution temporelle de 10 à 100
ms, les évènements de clignotement sont très rares, voire inexistants suivant le nanocris-
tal étudié. A titre d�exemple la �gure (3.1.a) présente la trace temporelle d�un nanocristal
individuel acquise pendant 80 secondes en régime d�excitation continue.
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Fig. 3.1: a) Signal de luminescence à 2K d�un nanocristal individuel soumis à une intensité
d�excitation continue de 40W/cm2. Le temps d�intégration par point est de 100ms. Les traits
tirés indiquent le niveau de signal du fond de �uorescence. b) Histogramme de la trace a)
ajusté par une gaussienne dont la variance est égale à la moyenne.

Pour ce nanocristal aucun phénomène de clignotement n�est observé sur des échelles
de temps allant de la minute à la centaine de millisecondes. A�n de caractériser les �uctua-
tions, nous avons représenté sur la �gure (4.1.b) l�histogramme de la trace temporelle que
nous avons ajusté par une fonction gaussienne. Dans les conditions de notre expérience la
valeur moyenne de cette trace temporelle est de 23,8. Or cette valeur correspond au calcul
de la variance (�2 = 23; 5): Ce résultat indique donc que les �uctuations de l�intensité de
luminescence sont limitées par le bruit de photon.

A notre connaissance une disparition du clignotement engendrée par une diminu-
tion de la température n�a jamais été mentionnée dans la littérature. Une telle dépendance
en température suggère une activation thermique d�états de pièges.
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3.2.1 Caractéristiques spectrales de l�émission à 2K

L�absence de clignotement dans la luminescence à 2K est accompagnée d�une
grande �nesse des raies d�émission sur les spectres de luminescence. Sur la �gure 3.2 nous
avons représenté le spectre de luminescence d�un nanocristal individuel à 2K où la largeur
des raies d�émissions est limitée par la résolution du spectromètre (300�eV ).
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Fig. 3.2: Spectre d�émission de 300s d�un nanocristal individuel de CdSe/ZnS à 2K (NC1)
sous une intensité d�excitation continue de 50W/cm2.

De manière surprenante on distingue 2 pics autour de 1,996eV, notés � et �,
limités par la résolution du spectromètre (300�eV ) et séparés de 1,7meV. L�étude de l�aire
de ces pics en fonction de l�intensité d�excitation révèle une dépendance linéaire qui permet
d�exclure toute origine multi-excitonique. Il est important de préciser que ce comportement
a été observé sur des dizaines de nanocristaux individuels. Nous attribuons les pics � et
� aux raies d�émission sans phonon (ZPL) associées à l�état noir j�2i et à l�état brillant���1L� respectivement [22]. En e¤et l�écart entre les pics est en accord avec la séparation
énergétique théorique entre l�état noir et l�état brillant (� 1meV ) pour des nanocristaux
de 4nm de rayon [13]. D�autres arguments étayant cette attribution sont présentés dans les
paragraphes suivants.

La très grande stabilité de l�émission nous a permis d�observer des pics additionnels
autour de 1,968eV décalés de 26,8meV des ZPLs. Cette valeur coïncide avec la réplique de
phonon optique longitudinale (LO) dans le CdSe massif. Nous attribuons donc ces répliques
aux raies avec phonon optique longitudinal (LO) de l�état noir et de l�état brillant [15].
En outre, nous observons sur ce spectre un pic décalé de 1,2meV vers le rouge du pic �,
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noté Ac. Nous avons attribué ce pic à une réplique de phonon acoustique con�née [86]. Ces
modes de phonons serons étudiés plus en détail ultérieurement dans ce chapitre.

3.2.2 Etude de suivi du spectre d�émission en fonction de la température

A�n de con�rmer l�attribution des pics d�émission nous avons réalisé une étude de
suivi du spectre de luminescence en fonction de la température de nanocristaux individuels.
Sur la �gure 3.3 nous avons reportés les zooms des spectres de luminescence du nanocristal
NC1 de la �gure (3.2) à di¤érentes températures. Pour plus de clarté les spectres ont été
recalés en énergie et normalisés en intensité par rapport à la raie sans phonon jF i à 2K.
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Fig. 3.3: Suivi du spectre d�émission du nanocristal NC1 (�gure 3.2) en fonction de la
température. Les spectres ont été normalisé en intensité et recalés en énergie par rapport au
pic jF i à 2K. Encart : Système à 3 niveaux modélisant la luminescence des nanocristaux.
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L�évolution de l�aire des pics avec la température est caractéristique d�une activa-
tion thermique de l�état le plus haut en énergie jAi à partir du niveau jF i : Cette observation
est en accord avec la modélisation de la luminescence par un système à 3 niveaux (encart
�gure 3.3) développée suite à des expériences de suivi en température du déclin de la lumi-
nescence de nanocristaux individuels [17].

L�écart énergétique entre les pics (1,8meV) indique qu�au delà de 20K les niveaux
jAi et jF i sont mélangés. Les populations étant égales, le rapport entre les pics tend vers
le rapport des durées de vie. Or sur la �gure 3.3 on remarque qu�à 15K l�aire du pic jAi
domine celle du pic jF i. Ce comportement montre que l�état jAi a une durée de vie plus
courte que l�état jF i et exclu un modèle basé sur l�émission à partir de 2 états brillants [87].
Ces résultats nous permettent d�attribuer le pic jF i à la transition à partir de l�état noir
j�2i et le pic jAi à la transition à partir de l�état brillant

���1L�. Nous montrons ainsi pour
la première fois l�observation simultanée des états de plus basse énergie sur des spectres
d�émissions.
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Fig. 3.4: Spectres d�émissions à 2K de 2 nanocristaux individuels ayant un couplage di¤é-
rents avec les phonons optiques. a) Le couplage phonons LO-état noir est supérieur à celui
avec l�état brillant. b) Couplage aux phonons optiques identique pour l�état noir et l�état
brillant. Encarts : Poids relatif de l�intensité de la bande LO en fonction de la température.

La stabilité de l�émission des nanocristaux nous a également permis de réaliser
une étude du couplage entre l�exciton et les phonons optiques longitudinaux. Nous avons
notamment pu constater que pour la majorité des nanocristaux étudiés, le poids relatif de
la réplique de phonon optique ( LO

ZPL+LO ) est plus faible pour l�état brillant que pour l�état
noir à 2K (�gure 3.4.a). Lorsque la température est augmentée de 2K à 10K on observe une
baisse du poids de la bande de phonons LO par rapport à la bande monoexcitonique qui
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comprend les pics A, F et Ac. Cette observation est analogue à une étude réalisée à partir de
mesures d�ensemble de nanocristaux par FLN [13]. Cette dépendance peut se comprendre à
l�aide du modèle de mélange thermique que nous avons présenté précédemment. En e¤et une
augmentation de la température entraine, via le mélange thermique, une augmentation de
l�intensité du pic associé à l�état brillant A. Le couplage entre l�état brillant et les phonons
optiques étant plus faible que pour l�état noir on observe ainsi une diminution du poids de
la bande LO.

Il est important d�ajouter que nous avons, dans de rares cas, observé un couplage
avec les phonons optiques identique pour l�état noir et l�état brillant (�gure 3.4.b). Dans
cette situation, en accord avec le modèle, nous n�observons aucune dépendance du poids de
la bande LO en fonction de la température.

3.2.3 Modes de phonons acoustiques con�nés

Notre étude du spectre d�émission de nanocristaux individuels nous a permis d�ob-
server des modes de phonons acoustiques con�nés. Dans les nanocristaux, les phonons acous-
tiques sont une des principales sources de déphasage des niveaux excitoniques à basse tem-
pérature [88]. La connaissance de la force de ce couplage exciton-phonon est donc cruciale
a�n de mieux appréhender les propriétés d�émission des nanocristaux. Les travaux théo-
riques ont montré que le couplage entre l�exciton et les phonons acoustiques est réalisé via
une interaction avec le potentiel de déformation et les interactions piezo-électriques [88].
Les calculs montrent que pour un rayon de CdSe inférieur à 7nm les interactions liées au
potentiel de déformation sont dominantes. Dans ce cas on montre d�une part que la fonc-
tion d�onde de l�électron est uniquement couplée aux modes de "respiration" du nanocristal
(l=0 ) et d�autre part que, en raison de la structure complexe de la bande de valence, les
trous peuvent être couplés à d�autres modes. Cependant en raison du faible con�nement du
trou dans le CdSe on s�attend à ce que le couplage trou-phonon soit faible.

Ces travaux théoriques, qui prédisent l�existence de modes de phonon acoustiques
con�nés, ont été confortés par des mesures d�ensemble via des techniques de hole-burning
[90], de dispersion Raman [89], de rétrécissement de la �uorescence (FLN) [94] ou de pompe-
sonde femtoseconde [93]. Cependant ces méthodes sou¤rent d�imprécisions car le couplage
aux phonons acoustiques dépend fortement de la taille, de la forme ainsi que de l�état de
surface des nanocristaux.

Il semble donc nécessaire de réaliser des mesures à l�échelle du nanocristal indi-
viduel. Etant donné l�ordre de grandeur de l�énergie d�un phonon acoustique (� 1meV ),
il est impératif que l�émission du nanocristal soit stable. Plus précisément que la di¤usion
spectrale soit aussi faible que possible. Récemment Fernée et al.[86] ont pu observer une
réplique de phonon acoustique con�née sur des spectres d�émission de nanocristaux indivi-
duels de CdSe/CdZnS à 3K. Les auteurs montrent que la force du couplage exciton-phonon
varie sur plus de deux ordres de grandeur au sein de leurs échantillons.

Nos investigations à l�échelle du nanocristal individuel nous ont permis d�identi�er
3 types d�émissions de phonons con�nés à 2K (�gure 3.5).

Le nanocristal que nous avons présenté sur la �gure 3.5.a est représentatif de la
majorité des nanocristaux étudiés. Le spectre, issu d�une somme de 3 spectres de 120s,
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Fig. 3.5: Spectres à 2K de 4 nanocristaux individuels présentant des modes con�nés de
phonons acoustiques. a) Le mode con�né (!2) est décalé de 1,1meV de l�état jF i. b) 2
modes !1; !2 séparés de l�état jF i de 0,4meV et 1,3meV respectivement sont observés. c)
L�écart énergétique important entre jF i et jAi permet d�observer les répliques de phonons
acoustiques de ces états (!F et !A respectivement). Les traits pointillés indiquent le niveau
du fond.
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présente une seule réplique de phonon con�né, notée !2, séparée de 1,1meV de l�état jF i.
A�n de déterminer précisément le mode con�né, nous avons utilisé la théorie de Lamb [95].
La résolution de l�équation di¤érentielle des modes de vibrations d�une sphère élastique
libre permet de déterminer deux types de valeurs propres !l;nS et !l;nT correspondant à des
modes de vibration sphéroïdaux et torsionnels respectivement. Connaissant les vitesses du
son longitudinale vl (3; 63:103m=s) et transverse vt (1; 59:103m=s) dans le CdSe, on montre
que les fréquences des modes de respiration (modes radiaux) pour une sphère de rayon R
sont données par :

!00S = 1; 69vtR ; !01S = 4; 58vtR ; !02S = 5; 16vtR

Nous déterminons l�énergie }!l;nS associée à chaque mode pour un rayon de 4nm,
il vient : }!00S = 0; 44meV ; }!01S = 1; 19meV ; }!02S = 1; 34meV: Compte tenu de l�erreur
liée au pointé sur les spectres (100�eV) le mode de phonon !2 peut être attribué à une des
deux harmoniques du mode de respiration fondamental : !01S ou !02S .

Le spectre de la �gure 3.5.b possède 2 modes de phonons acoustiques con�nés,
notés !1 et !2, distants de la ZPL de l�état jF i de 0,4meV et 1,3meV. Dans cette situation,
le mode de plus faible énergie !1 peut être attribué sans ambiguïté au mode de respiration
fondamental !00S . Dès lors nous pouvons attribuer le second mode de phonon à la première
harmonique !01S : A ce jour ce résultat est la première observation du mode de respiration
l=0, n=0. Au vu du très faible écart énergétique entre ce mode et la ZPL, cette observation
n�est possible que si l�émission du nanocristal est stable dans le temps.

Sur le spectre 3.5.c on peut observer une réplique de phonon acoustique, notée !A;
associée à l�état brillant jAi : Il est a noter que les modes !A et !F sont espacés de leurs
ZPL respectives de la même quantité (1,1meV). Ce résultat n�est pas surprenant dans la
mesure où la séparation du mode de phonon acoustique (LA) à la ZPL est indépendante de
la nature permise ou interdite de la transition. En e¤et les fréquences des modes con�nés
ne dépendent que du rayon du nanocristal.

L�étude du couplage aux phonons acoustiques est primordiale car il est a été identi-
�é comme étant la cause de l�élargissement des ZPL en fonction de la température. En e¤et
il a été montré que l�élargissement de la raie homogène avec la température est linéaire dû
au couplage au potentiel de déformation [88]. Cependant en raison de la di¤usion spectrale
importante dans les nanocristaux colloïdaux aucune étude de l�élargissement de la ZPL avec
la température n�a pû être réalisée [86]. En raison de la photostabilité importante de nos
nanocristaux, nous avons pu réaliser une étude de la largeur homogène en fonction de la
température pour des nanocristaux individuels entre 2K et 20K. Nous avons constaté que
la largeur de la ZPL est constante pour des températures jusqu�à 20K. Ce résultat indique
d�une part que la di¤usion spectrale est très faible (<300�eV ) et d�autre part que la largeur
homogène est largement inférieure à la résolution de notre spectromètre. Nous verrons plus
tard dans ce chapitre que la largeur homogène de la ZPL est de l�ordre de quelques 10�eV:
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3.3 Etude du déclin de la luminescence en fonction de la
température

En régime d�excitation impulsionnel, il est commode de caractériser l�intensité
d�excitation par le nombre moyen d�exciton créé pour un nanocristal à chaque impulsion
laser que l�on notera �. Cette quantité est déterminée à partir de l�équation :

� =
P��

Ahc
:Trep (3.1)

où P est la puissance excitatrice en Watt, A correspond à la tâche focale de l�objectif soit
0,4�m2, � est la longueur d�onde d�excitation, h la constante de Planck, c la célérité de la
lumière et Trep est l�inverse du taux de répétition du laser. La section e¢ cace d�absorption
� en cm2 pour un nanocristal unique est déterminée à partir de la relation [79] :

� =
2303"�
NA

(3.2)

avec "� est le coe¢ cient d�extinction molaire en M�1:cm�1à la longueur d�onde � et NA le
nombre d�Avogadro. Ainsi pour un faisceau à 570nm de puissance 3�W à une cadence de
2,5MHz on obtient � = 0; 01:

3.3.1 Résultats expérimentaux

La photostabilité de l�émission nous a permis de compléter nos mesures du spectre
d�émission de nanocristaux individuels par des études de suivi en température du déclin de
la luminescence. Sur la �gure (3.6) on observe que pour des températures inférieures à 10K,
la relaxation s�e¤ectue sur deux échelles de temps distinctes. Nous avons ajusté les données
expérimentales par deux fonctions exponentielles qui nous ont permis d�extraire deux temps
caractéristiques �1 et �2 ainsi que le poids relatif de chaque composante. L�ajustement à
2K donne, pour ce nanocristal, un temps court de 1ns et un temps long de 270ns.

Les résultats expérimentaux montrent tout d�abord que le caractère biexponentiel
du déclin disparaît pour des températures supérieures à 10K (Fig 3.6) pour laisser place à
une recombinaison mono-exponentielle dont le temps caractéristique est proche de 10ns à
100K. Nous avons réalisé cette étude de suivi du déclin de la luminescence en fonction de
la température pour 16 nanocristaux individuels présentant ce comportement. Les résultats
relatifs aux temps longs sont présentés sur la �gure 3.7 de a) à e). En accord avec les travaux
réalisés par O. Labeau, on note une diminution générale de cette composante lorsque la
température augmente [17]. Ce raccourcissement du temps long avec la température est à
l�origine de l�hypothèse d�un mélange thermique entre un état brillant et un état noir.

Ce comportement a été mis en évidence au sein de notre groupe et modélisé par un
système à 3 niveaux. A 2K le temps long est associé à la relaxation de l�état noir tandis que
le temps court a été attribué au renversement de spin entre l�état brillant, noté jAi, et l�état
noir, jF i. Ce modèle, présenté par Labeau et al [17], repose sur l�approximation que le taux
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Fig. 3.6: Suivi en température du déclin de luminescence d�un nanocristal individuel. Les
durées de vie ont été réalisées avec une intensité d�excitation de 30W/cm2 ( � = 0; 04)
pendant 300s à une fréquence de 2,5MHz. Le niveau du fond est indiqué par les lignes
pointillées.

de spin-�ip est très supérieur aux taux de relaxations de l�état noir et de l�état brillant. Une
telle hypothèse implique que la recombinaison radiative de l�état brillant est négligeable. Or
la présence de deux ZPL sur les spectres d�émission indique que la recombinaison radiative
à partir de l�état brillant est non négligeable. L�observation simultanée des deux états de
plus basse énergie sur les spectres d�émission indique que le taux de spin-�ip ne peut plus
être considéré comme supérieur aux autres taux de relaxation mais comparable au taux de
relaxation de l�état brillant.

3.3.2 Modélisation

Les trois niveaux du modèle correspondent au vide d�exciton jGi ainsi qu�aux deux
états les plus bas en énergie de la structure �ne jAi et jF i; séparés par une énergie �E, et
de taux de relaxation �A et �F (Fig.3.8). On introduit deux temps caractéristiques associés
d�une part à la relaxation de jAi vers jF i à température nulle, 0, et d�autre part au mélange
thermique entre ces deux niveaux que nous supposons assuré par des phonons acoustiques,
th:

Dans cette hypothèse on estime les taux de passage de jAi vers jF i ainsi que de
jF i vers jAi sont :
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Fig. 3.7: a) - e) Histogrammes des valeurs de temps long de 16 nanocristaux individuels de
CdSe/ZnS pour 5 températures 2K, 5K, 10K, 20K et 100K.
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Fig. 3.8: Modélisation de la �uorescence d�un nanocristal individuel. Les niveaux jAi et jF i
correspondent aux états j � 1Liet j � 2i de l�état excitonique 1Se1S 3

2
respectivement. �E

correspond à l�écart énergétique entre les deux niveaux.

A!F = 0: (NB + 1) = 0 + th (3.3)

F!A = 0:NB = th (3.4)

avec NB la distribution de Bose-Einstein qui est dé�nie par :

NB =
1

e
�E
kBT � 1

(3.5)

Les processus de relaxation dé�nis nous pouvons déterminer l�évolution des populations �A
et �F des niveaux jAi et jF i à partir des équations de taux:

_�A = � (�A + 0 (NB + 1)) �A + 0NB�F (3.6)

_�F = � (�F + 0NB) �F + 0 (NB + 1) �A (3.7)

La conservation des populations impose la condition :

�A + �F + �G = 1 (3.8)

En supposant que seuls les niveaux jAi et jF i sont excités par le laser et ce de manière
équivalente : �A (0) = �F (0) =

1
2 [111], on peut en déduire les populations de l�état brillant

(Equ 3.6) et de l�état noir (Equ 3.7). A partir des évolutions temporelles des états jAi et
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jF i et en introduisant les rendements quantiques de �uorescence �A et �F ; on détermine le
signal de �uorescence S(t) :

S(t) = �A�A�A + �F �F�F (3.9)

En introduisant les expressions de �A(t) et �F (t) dans l�expression du signal (Equ 3:9) il
vient :

S(t) = AL:e
��L:t +AS :e

��S :t (3.10)

où AL et AS dépendent des taux de relaxation 0;�A et �F : Cette expression fait apparaître
deux temps caractéristiques �L et �S correspondant respectivement aux temps long et aux
temps court observés sur les déclins de luminescence.

La résolution des équations de taux permet de déterminer analytiquement, sans
approximations, les expressions de �S et �L :

�SL =
1

2

(
0:co tanh

�
�E

2kBT

�
+ �A + �F �

s
(�A � �F + 0)2 + 20: sinh�2

�
�E

2kBT

�)
(3.11)

� Régime basse température (kBT << �E) : la fonction cotanh( �E2kBT
) tend vers

1 alors que sinh�2
�
�E
2kBT

�
tend vers 0. Les expressions du temps long et du temps court

(Equ 3.11) deviennent alors :

�L = �F (3.12)

�S = 0 + �A (3.13)

Ce résultat est cohérent avec l�hypothèse d�une émission à partir du niveau le plus bas de
la structure �ne. A basse température, l�énergie thermique est insu¢ sante pour peupler
l�état jAi à partir de jF i ce qui induit un allongement de la durée de vie. L�analyse du
comportement du temps court révèle que l�émission à partir de l�état jAi est conditionnée
par la valeur de 0:

� Régime haute température (kBT >> �E) : les fonctions cotanh et sinh tendent
vers 2kBT�E ainsi les expressions du temps long et du temps court (Equ 3.11) deviennent :

�L =
�F + �A

2
' �A

2
(3.14)

�S = 0
2kBT

�E
(3.15)
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3.3.3 Comparaison quantitative aux résultats expérimentaux

Pour chaque nanocristal individuel nous avons ajusté la dépendance en tempéra-
ture du temps long du déclin de luminescence à partir de l�expression du temps long (Equ
3.11). Nous avons reporté sur la �gure (3.9.a) la composante longue du déclin de la lumi-
nescence d�un nanocristal en fonction de la température. Nous avons en outre reporté le
spectre d�émission de ce nanocristal à 2K sur la �gure (3.9.b).
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Fig. 3.9: a) Dépendance en température du taux de relaxation lent d�un nanocristal de
CdSe/ZnS individuel. La courbe correspond à l�ajustement réalisé à partir de l�équation
(3.11) avec : �A = 0; 16ns�1; �F = 0; 0037ns�1; �E = 1; 4meV et 0 = 0; 87ns�1: b)
Spectre d�émission de 60s à 2K de ce nanocristal sous une excitation continue de 60W/cm2.

L�ajustement des points expérimentaux a été réalisé avec deux paramètres ajus-
tables : 0 et �A: L�écart énergétique �E est déterminé à partir de l�écart entre les raies
d�émission sans phonon et le taux de relaxation de l�état noir a été déterminé à partir de la
valeur de la composante longue des déclins à 2K.

Il est a noter que le taux de relaxation de l�état brillant (�A = 0; 16ns�1) est du
même ordre de grandeur que pour des nanocristaux de plus faible taille (R<2nm) pour
lesquels �A � 0; 09ns�1 [77]. En revanche le taux de relaxation de l�état noir (�F =
0; 0037ns�1) est plus faible que les valeurs expérimentales obtenues sur des nanocristaux
de 2nm de rayon [17, 78] pour lesquels �F � 0; 001ns�1. Notre résultat est en accord avec
ceux de Mello Donega et al obtenus à partir de mesures d�ensemble [75] et con�rme la
dépendance en taille du taux de relaxation de l�état noir.
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Pour ce nanocristal nous avons déterminé un taux de spin-�ip de 0; 87ns�1pour une
valeur de �E de 1; 4meV: Les ajustements réalisés sur plusieurs nanocristaux individuels
de 4nm de rayon montrent que le taux de spin-�ip 0 de jAi vers jF i est du même ordre de
grandeur que �A ce qui permet d�expliquer la présence sur les spectres d�émission des ZPL
associées à l�état noir et l�état brillant. Ainsi l�absence de pic associé à l�état brillant sur
le spectre d�émission d�un nanocristal individuel de 2,5nm de rayon (émission d�ensemble
centrée à 585nm à température ambiante) (�gure 3.10) indique clairement que 0 � �A .
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Fig. 3.10: Somme de 6 spectres de 10s à 2K d�un nanocristal individuel de CdSe/ZnS de
2,5nm de rayon sous une excitation de 1kW/cm2.

La réduction du taux de spin-�ip avec la taille suggère la présence d�un phénomène
de goulot d�étranglement pour les modes de phonons acoustiques. Lorsque la taille des
nanocristaux augmente, l�éclatement énergétique entre l�état noir et l�état brillant diminue
de sorte que le nombre de modes de phonon accessibles est réduit.

Nous avons également comparé les résultats obtenus à partir des déclins de lu-
minescence aux données expérimentales des spectres d�émissions. Dans ce but, nous avons
déterminé les taux d�émission �F�F et �A�A issus des états jF i et jAi respectivement en ré-
gime d�excitation continu. A�n de s�a¤ranchir du rendement de détection global nous avons
calculé le rapport des taux d�émission �F �F

�A�A
qui correspond au rapport des aires des raies

d�émissions. Ainsi l�évolution en température du rapport des taux d�émission est déterminée
par l�expression :

�F�F
�A�A

=
�A + 20 (1 +NB)

(�F + 20NB)

�F
�A
: (3.16)

Pour les températures telles que (kT << �E) cette expression se simpli�e et on obtient :
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�F�F
�A�A

= 1 +
20
�A
: (3.17)

A partir des valeurs des taux de relaxation de �A et 0 déterminées à partir des déclins de la
luminescence, nous estimons un rapport des taux d�émission à 2K de 3,7 pour le nanocristal
de la �gure (3.2) en bon accord avec le rapport des pics pour lequel �F �F�A�A

= 4: Sur la �gure
3.11 nous avons reporté l�évolution en température du rapport des aires des pics d�émissions
du nanocristal NC1 de la �gure 3.2. Les données sont reproduites à partir du modèle avec
un très bon accord sans paramètres ajustables.
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Fig. 3.11: Evolution du rapport des aires des pics d�émission du nanocristal NC1 de la �gure
(3.2) en fonction de la température (carré). Les données sont reproduites sans paramètre
ajustable par le modèle (trait plein). A titre de rappel les spectres sont présentés en encart.

3.4 Excitation à résonance des niveaux de structure �ne d�un
nanocristal individuel

Les résultats obtenus à partir des mesures de suivi du spectre d�émission de nano-
cristaux individuels en fonction de la température ont révélé que la largeur homogène des
raies d�émission sans phonon est limitée par la résolution du spectromètre (300�eV) jusqu�à
des températures supérieures à 20K. Cette observation indique clairement que la di¤usion
spectrale, principale source d�élargissement de la largeur homogène des raies d�émission dans
les nanocristaux de CdSe [21], est très inférieure à 300�eV. On peut donc s�attendre à ce
que la durée de vie de la cohérence, reliée à l�inverse de la largeur spectrale homogène �hom,
soit supérieure à 13ps.
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La largeur spectrale homogène est dé�nit par :

�hom =
1

�T2
=

1

2�T1
+

1

�T �2
(3.18)

où T1 est la durée de vie de l�état excité et T �2 le temps caractéristique des processus de
déphasages "purs" issu du couplage avec la matrice environnant les nanocristaux. La limite
ultime de le durée de vie de la cohérence correspond à la durée de vie de l�état excité.
Dans les nanocristaux colloïdaux on peut espérer un T2 de l�ordre de quelques centaines de
nanosecondes. Dans l�hypothèse où les processus des déphasages seraient absents on n�aurait
ainsi une durée de vie de la cohérence longue qui permettrait de manipuler l�état j + 2i et
l�état j�2i qui pourrait servir de Q-bit en information quantique.

3.4.1 Etat de l�art

La mesure de la durée de vie de la cohérence par excitation résonnante de la
luminescence a été réalisée sur de nombreux objets individuels notamment sur les molécules
en tirant avantage du décalage de Stokes de la luminescence. L�état singulet S1 excité à
résonance se relaxant sur un ensemble de niveaux vibrationnels, il su¢ t de réaliser un �ltrage
dans le rouge de la luminescence émise par la molécule. Dans les nanocristaux de CdSe
la raie d�émission peut di¤user sur quelques dizaines de nanomètres...rendant impossible
toute excitation à résonance. Toutefois plusieurs techniques ont été mises en oeuvre a�n de
mesurer la largeur homogène de la raie de résonance optique.

Mesures d�ensemble

La méthode du "spectral hole burning" a été utilisée sur un ensemble de nanocris-
taux pour s�a¤ranchir de la largeur inhomogène. Elle consiste à pomper l�échantillon à l�aide
d�une raie laser �ne et intense, de façon à n�exciter qu�une classe de nanocristaux ayant une
taille donnée. L�absorption de l�échantillon est ensuite sondée et comparée à l�absorption
avant pompage : la courbe est creusée d�un trou spectral correspondant aux nanocristaux
déjà excités et dont l�absorption est saturée ou à la di¤usion spectrale [111] (�gure 3.12).
La largeur du trou spectral est alors le double de la largeur spectrale homogène de la classe
de nanocristaux sondée.

Les résultats obtenus avec ce dispositif ont permis de déterminer une largeur spec-
trale de 100 �eV à T=2K [111]. Une méthode plus indirecte qui consiste à moduler l�intensité
de pompage sur des temps plus courts que la di¤usion spectrale (1MHz) permet d�atteindre
des largeurs homogènes de 6�eV [90], un "record" en matière de largeur spectrale sur les
nanocristaux de CdSe.

La cohérence des nanocristaux a également été étudiée par la détection d�échos
de photons. L�atténuation du signal d�écho correspond au déphasage de chaque émetteur
individuel, ce qui permet de mesurer la largeur spectrale homogène. La di¤usion spectrale,
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Fig. 3.12: Principe de la méthode du "hole burning". Spectre d�absorption avant (trait poin-
tillé) et après (trait plein) pompage.

se produisant sur des échelles de temps plus longues, n�altère pas les échos de photons.
L�emploi d�une technique à trois impulsions permet de séparer les décohérences de la raie
principale et de la raie à un phonon LO. Un temps de cohérence de 1 ps a ainsi été mesuré
[91].

L�inconvénient majeur de ces méthodes est qu�il est impossible de connaître avec
précision la transition sondée car la structure �ne est totalement obscurcie par l�e¤et de
moyenne d�ensemble.

Mesures à l�échelle individuelle

A�n de mesurer la largeur homogène des raies d�émission à l�échelle individuelle,
Htoon et al. [47] ont présenté une méthode expérimentale qui consiste à utiliser deux fais-
ceaux laser excitateurs (un à résonance l�autre loin des résonances) utilisés alternativement
grâce à un chopper piloté informatiquement. La �uorescence issue de chacune de ces excita-
tion est séparée spatialement sur une matrice CCD avec un miroir pivotant synchronisé sur
le chopper. Les faisceaux excitateurs sont modulés à une fréquence de 100Hz supérieure à
celle du clignotement de sorte que l�acquisition des signaux de référence et à résonance est
"simultanée". Le rapport entre les deux signaux a permis de mettre en évidence les états
j � 1U i; j � 0Li et j � 0U i de la structure �ne de l�état excitonique fondamental 1Se1S 3

2

à l�échelle individuelle. Les largeurs homogènes extraites restent importante de l�ordre de
10-15meV. En outre aucune information relative aux états de plus basse énergie j � 1Li et
j�2i n�a pû être présenté en raison du faible décalage de Stokes entre excitation et émission.

Récemment Coolen et al. ont proposé une méthode de �spectroscopie de Fourier
à corrélations de photons� [21] a�n de déterminer la cohérence de l�émission en s�a¤ran-
chissant d�une éventuelle di¤usion rapide. Ce dispositif repose sur la mesure des corrélations
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entre les signaux de photodétection en sortie d�un interféromètre de Michelson. Les résultats
obtenus ont permis de déterminer une largeur homogène de 6,5�eV pour un nanocristal indi-
viduel. Cette méthode, bien que présentant l�avantage de pouvoir s�a¤ranchir de la di¤usion
spectrale, ne permet pas de sonder les di¤érents niveaux de la structure �ne sélectivement.
De plus les intensités d�excitation élevées, nécessaires pour obtenir un signal exploitable,
induisent un élargissement par saturation. Par ailleurs une excitation hors résonance induit
des relaxations intrabandes qui contribuent à l�élargissement de la largeur homogène.

3.4.2 Stratégie de détection

A�n de sonder la largeur homogène nous avons tiré pro�t de la photostabilité
de nos nanocristaux et privilégié une excitation à résonance des niveaux excitoniques. La
détection de la relaxation via les modes de phonons acoustiques étant impossible en raison
de la proximité de ces niveaux avec les raies d�émissions sans phonons, nous avons opté
pour la détection de la réplique de phonons optique longitudinaux décalée de 25meV dans
le rouge de la ZPL. L�excitation laser est �ltrée à l�aide d�un �ltre passe bas (en énergie)
coupant l�émission à 632,8nm en incidence normale. Nous avons joué sur l�angle du �ltre
pour adapter la longueur d�onde de coupure pour chaque nanocristal. En premier lieu nous
avons e¤ectué un test du dispositif sur un nanocristal excité dans le continuum. Sur la �gure
3.13 nous avons reporté deux spectres d�émission d�un même nanocristal non �ltré (haut) et
�ltré (bas) réalisés dans les mêmes conditions expérimentales (temps d�acquisition, intensité
d�excitation). Les ZPL sont atténuées avec une densité supérieure à 7 tandis que plus de
90% du signal émis sur les répliques de phonon LO est transmis.

1,950 1,955 1,960 1,965 1,970 1,975 1,980

après filtrage

Energie (eV)

avant filtrage

Fig. 3.13: Spectres d�émission de 40s d�un nanocristal individuel à 2K sans �ltrage (haut)
et avec le �ltre RazorEdge (bas). Excitation réalisée à l�aide d�un laser continu à 532nm.
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Les expériences ont été réalisées suivant ces di¤érentes étapes :
- Mesure du spectre d�émission d�un nanocristal individuel à très faible excitation

(10W/cm2) pour repérer les raies d�émissions.
- On accorde la longueur d�onde d�un laser à colorant sur une des raies.
- Réglage de l�angle du �ltre pour couper l�émission laser.
- Balayage de la fréquence du laser autour de la résonance et acquisition du signal

avec une photodiode à avalanche.

Le signal détecté est synchronisé sur le balayage de la fréquence du laser et est
envoyé, via une carte d�acquisition multi-canal, à un programme de traitement informatique.
Le balayage de 30GHz utilisé confère à notre système une résolution de 30MHz par canal.
Par ailleurs a�n de limiter les e¤ets de di¤usion spectrale nous avons augmenté la vitesse
de balayage au maximum soit 1ms par canal.

3.4.3 Résultats expérimentaux

Nous avons pu exciter sélectivement à résonance les états jF i et jAi de la structure
�ne et mesurer leurs largeurs homogènes respectives [22]. A notre connaissance aucune étude
ne fait mention de l�excitation à résonance des états j�1Li et j�2i de la structure �ne à 2K.
Sur la �gure 3.14 sont représentés le spectre d�émission ainsi que les spectres d�excitation à
résonance de l�état noir et de l�état brillant.

L�intensité du signal issu des répliques de phonon LO associées à l�état jAi mesurée
pour deux intensités d�excitation : 20W/cm2 et 500W/cm2 montre une évolution dans le
rapport des puissances et donc que nos mesures sont réalisées loin de la saturation (Isat >
500W=cm2). Notre méthode permet donc de s�a¤ranchir d�un élargissement induit par une
excitation réalisée au-delà de l�intensité de saturation. Nos mesures sont limitées par un
élargissement induit par la di¤usion spectrale comme montré sur les encarts de gauche de
la �gure 3.14. On observe en e¤et un élargissement de la largeur homogène lorsque l�on
augmente le nombre de balayage du laser.

Grâce à notre méthode nous avons pu mesurer directement une largeur homogène
de 6�eV pour l�état noir ce qui nous permet de donner une borne inférieure de 100ps pour
le temps de cohérence sur une échelle de temps de 200ms (qui correspond au temps de
passage à travers la résonnance). Ce temps est similaire aux meilleures valeurs obtenues par
spectroscopie de Fourier à corrélations de photons [21] ou par la méthode de "hole burning"
modulée [90]. La perte de cohérence est probablement due aux collisions élastiques avec les
phonons acoustiques ou des défauts à l�interface.

Cette méthode expérimentale nous a également permis de mesurer un élargisse-
ment dû à la di¤usion spectrale de 60�eV sur une échelle de temps de 40s. A titre de
comparaison la plus faible di¤usion spectrale reportée est de 4�eV [21, 90] sur une échelle
de temps de 10 à 100�s pour une excitation non résonnante. L�excitation résonnante ap-
paraît donc comme une méthode permettant de minimiser la di¤usion spectrale et/ou le
déphasage du dipôle de transition.
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Fig. 3.14: Spectre d�émission de 80s à 2K d�un nanocristal individuel à une intensité d�ex-
citation de 20W/cm2. Encart de droite : spectre d�excitation à résonance de l�état brillant
obtenu sur 1 balayage laser de 30GHz avec une intensité d�excitation de 7W/cm2. Encarts
de gauche : spectres d�excitation à résonance de l�état noir obtenu sur 10 balayages laser de
1s (haut) et 1 balayage de 1s (bas) à I=10W/cm2 . Les raies homogènes sont ajustées par
des lorentziennes (trait plein).

3.5 Conclusion

Au cours de ce chapitre nous avons étudié les caractéristiques spectrales de nano-
cristaux de CdSe/ZnS colloïdaux individuels par des études de suivi du spectre d�émission
et du déclin de la luminescence en fonction de la température. Nous avons montré que l�ab-
sence de clignotement dans la luminescence est accompagnée d�une grande �nesse spectrale
des raies d�émission.

Nous avons ainsi pu observer simultanément, pour la première fois, les raies d�émis-
sion sans phonon des états j�2i et j�1Li de la structure �ne de nanocristaux individuels et
véri�er directement l�existence du mélange thermique entre ces deux niveaux. Nous avons
pu conforter l�attribution des raies d�émission par une analyse quantitative de l�évolution
en température de l�intensité des raies d�émission ainsi que de la composante longue des
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Fig. 3.15: Spectre d�excitation à résonance à 2K de l�état brillant d�un nanocristal individuel
obtenu après 40 balayages laser de 1s.

déclins de la luminescence. Cette attribution a en outre été récemment con�rmée par une
étude du spectre d�émission de nanocristaux individuels similaires à ceux utilisés lors de
notre étude [92].

Lors de notre étude nous avons pu déterminer que pour cette taille de nanocristaux
(� 4nm), le taux de spin-�ip entre l�état brillant et l�état noir est du même ordre de grandeur
que le taux de relaxation radiatif de l�état brillant et est à l�origine de la présence de la
ZPL associée à l�état brillant sur les spectres d�émission. L�absence de cette ZPL sur les
spectres d�émission de nanocristaux de CdSe de 2nm témoigne d�un taux de spin-�ip élevé
et suggère une dépendance en taille de ce paramètre. Cette réduction du taux de spin-�ip
avec la diminution de l�écart énergétique entre l�état noir et l�état brillant est caractéristique
du phénomène de goulot d�étranglement de phonon (phonon bottleneck).

Nous avons en outre pu exciter sélectivement à résonance les états j � 2i et j � 1Li
par une méthode basée sur la détection de la réplique de phonon optique. Nous avons pu
déterminer des largeurs homogènes de 6�eV correspondant à un temps de cohérence de
100ps sur une échelle de temps de 200ms. Cette méthode nous a en outre permis de mesurer
une di¤usion spectrale de 60�eV sur une échelle de temps de 40s.
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Chapitre 4

Propriétés magnéto-optiques de
l�exciton de bord de bande

4.1 Introduction

Les principaux résultats d�expériences sous champ magnétique de nanocristaux
colloïdaux de CdSe/ZnS ont été réalisés via des mesures d�ensembles [13, 14, 25, 103, 102].
Ces travaux fondateurs, réalisés à partir de 1996, ont permis une meilleure compréhension
de la physique des nanocristaux semiconducteurs colloïdaux à base de CdSe. En particu-
lier le raccourcissement avec le champ du déclin de la luminescence à basse température
établit que l�état de plus basse énergie de la structure �ne excitonique est noir et se situe
quelques milliélectronvolt au dessous du premier état optiquement actif. Néanmoins l�as-
pect quantitatif des résultats issus des mesures d�ensemble reste limité en raison de l�e¤et
de moyenne sur l�orientation ainsi que sur la taille des nanocristaux. Ainsi les éclatements
Zeeman des di¤érents niveaux de la structure �ne n�ont pas pu être mis en évidence et par
conséquent peu d�informations ont pu être obtenues sur les facteurs de Landé. La mesure
de ces paramètres nécessite une étude à l�échelle individuelle comme le montre les travaux
de la référence [104].

Dans ce chapitre nous présenterons l�étude réalisée à l�échelle individuelle de nano-
cristaux de CdSe/ZnS quasi-sphériques sous champ magnétique. Après une première partie
où nous rappellerons les résultats obtenus sur des ensembles de nanocristaux soumis à un
champ magnétique, nous présenterons nos résultats expérimentaux de suivi en fonction du
champ magnétique du déclin de la luminescence ainsi que du spectre de photoluminescence
de nanocristaux individuels. Nous verrons que l�orientation du champ magnétique avec l�axe
cristallin du nanocristal est cruciale dans l�interprétation des résultats. En e¤et, lorsque le
champ est orthogonal à l�axe c, l�état noir j�2i et l�état brillant

���1L� sont mélangés et
aucun éclatement Zeeman n�est observé sur les spectres d�émission. Le couplage entre ces
niveaux entraîne une augmentation de la force d�oscillateur de l�état noir qui se manifeste
par un raccourcissement de la durée de vie [13]. Pour une orientation parallèle du champ,
nous avons pu observer pour la première fois l�éclatement de l�état noir et mesurer le facteur
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de Landé de cet état excitonique. Nous avons en outre pu observer l�éclatement de l�état
brillant et donner une estimation de son facteur de Landé. Nous verrons également que
l�évolution en champ du déclin de la luminescence est le résultat d�une compétition entre le
raccourcissement de la durée de vie de l�état noir dû au mélange avec l�état brillant et un
allongement dont l�origine sera discutée.

4.2 Ensemble de nanocristaux sous champ magnétique

L�électron et le trou formant un exciton interagissent avec le champ magnétique
via l�Hamiltonien Zeeman.

ĤZeeman =
1

2
ge �B Î : ~B � gh �B Ĵ : ~B , (4.1)

avec �B le magnéton de Bohr, ge et gh les facteurs de Landé de l�électron du niveau 1S
et du trou du niveau 1S 3

2
respectivement, Î et Ĵ les opérateurs, divisés par ~, de spin de

l�électron et de moment angulaire du trou respectivement. Le facteur de Landé de l�électron
dans le nanocristal di¤ère de celui du matériau massif en raison du déplacement en énergie
dû au con�nement dans la bande de conduction [84].

ge = g0 �
2

3

EP�SO
(Eg + E +�SO) (Eg + E)

; (4.2)

où g0 � 2 est le facteur de Landé d�un électron libre, E l�énergie du bas de la bande de
conduction du matériau massif, Eg le "gap" énergétique du matériau, EP le paramètre de
Kane et �SO l�éclatement énergétique spin-orbite de la bande de valence. Le facteur ge
dépend implicitement du rayon du nanocristal R via la dépendance en taille de l�énergie

de l�électron E que l�on peut simpli�er par E � 267(eV:�A2)
R2

[84]. Les di¤érents paramètres
sont donnés dans la littérature : Eg = 1; 839eV (valeur du gap du CdSe massif à 10K) [42],
�SO = 420meV [42] et EP = 19; 1eV [97]: Le facteur de Landé du trou dépend pour sa
part de la structure complexe de la bande de valence. Il est généralement considéré comme
indépendant de la taille gh = �0; 7 [84]:

Si on traite l�interaction comme une perturbation, il est possible de déterminer
l�in�uence du champ magnétique sur un état excitonique j	I;Ji, où I est le spin de l�électron
et J le moment angulaire du trou, avec l�élément de matrice :

E0H = h	I;J j ĤZeemanj 	I0; J 0i: (4.3)

Il est important de préciser que le terme diamagnétique proportionnel à B2 est négligeable
dans la mesure où les nanocristaux sont plus petits que la longueur magnétique qui est de
11,5nm à 10T. Les termes diagonaux de la matrice font intervenir la composante du champ
suivant l�axe de quanti�cation du nanocristal, Bz; et contribuent à lever la dégénérescence
entre deux sous niveaux Zeeman. Les termes non diagonaux font intervenir les composantes
du champ orthogonales à l�axe cristallographique. Dans ce cas F=I+J n�est plus un "bon"
nombre quantique et les états noirs j�2i et brillants

���1L� sont mélangés. Dans cette
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situation l�exciton noir peut se recombiner plus e¢ cacement de manière radiative car il
gagne de la force d�oscillateur de l�état brillant.

Nous pouvons donc considérer deux cas extrêmes. Si le champ magnétique est
orienté suivant l�axe hexagonal du nanocristal, seuls les termes diagonaux seront non nuls
donnant lieu à une levée de dégénérescence. En revanche pour un champ orthogonal, les
états j�2i et

���1L� seront mélangés et aucun éclatement énergétique n�est attendu au 1er
ordre.

Les mesures du déclin de la luminescence à 1,7K d�ensemble de nanocristaux de
CdSe/ZnS en fonction du champ magnétique réalisées par Rosen et al. montrent un rac-
courcissement du déclin avec l�augmentation du champ (�gure 4.1) [13].

Fig. 4.1: Dépendance en champ magnétique du déclin de la luminescence d�un ensemble de
nanocristaux de CdSe/ZnS à 1,7K [14].

Dans leur modélisation, les auteurs ont considéré uniquement le couplage entre les
deux états de structure �ne les plus bas, j�2i et

���1L�. Dans ce cas, une solution analytique
du taux de relaxation de l�état noir peut être déterminée. L�évolution de la durée de vie
radiative de l�état noir �F (�;H) en fonction du champ s�exprime comme [14] :

1

�F (�;H)
=

p
1 + �2 + 2�x� 1� �x
2
p
1 + �2 + 2�x

3

2�0
(4.4)

avec x=cos �; où � étant l�angle formé par l�axe c du nanocristal et la direction du champ
magnétique et � = �B ge B

3� où � est un paramètre dépendant de la taille issu de l�interaction
d�échange électron-trou (cf chapitre 1). Le terme �0 correspond à la durée de vie radiative de
l�état brillant

��0L� qui présente l�avantage d�être indépendant de la taille des nanocristaux.
Nirmal et al. avancent que lorsque le champ magnétique augmente, l�état noir gagne de
la force d�oscillateur de l�état brillant et peut ainsi se recombiner radiativement [14]. Ce
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Fig. 4.2: a) Déclin de luminescence d�un ensemble de nanocristaux de CdSe de 1,2nm de
rayon en l�absence de champ et pour un champ de 10T. (b) Déclins calculés à partir du
modèle détaillé dans la référence [13]. Trois modèles à 3 niveaux pondérés ont été utilisés
pour les simulations avec di¤érentes valeurs de �r (0; 0) (0,033 ; 0,0033 et 0,00056ns�1)
pondérées par les facteurs (1 ; 3,8 et 15,3). Adapté de la référence [13].

modèle n�explique pas l�origine de la recombinaison de l�état noir à champ nul mais son
évolution en fonction du champ. A basse température, le taux de recombinaison radiatif de
l�état noir peut s�exprimer comme :

�F (�;H) = �F (0; 0) +
1

�F (�;H)
: (4.5)

�F (0; 0) est obtenu empiriquement à champ nul. A�n de reproduire les données en fonc-
tion du champ (Fig 4.2.a) il est nécessaire de déterminer �F (0; 0). Les auteurs ont réalisé
une pondération de 3 di¤érents �F (0; 0) issus de 3 classes de nanocristaux au sein de la
distribution inhomogène. Ce modèle permet d�interpréter qualitativement les données ex-
périmentales (Fig 4.2.b). L�analyse quantitative n�est en e¤et pas probante principalement
en raison de l�e¤et de moyenne sur les angles.

Ce phénomène de couplage a également pu être mis en évidence grâce à une étude
de l�intensité de la réplique de phonon optique sur les spectres de luminescence (�gure 4.3).
En e¤et on observe une intensi�cation relative de la ZPL au détriment de la réplique LO
avec l�augmentation du champ magnétique. Les processus assistés par phonons étant moins
e¢ caces, leurs poids diminuent progressivement à mesure que le champ est augmenté de 0
à 10T.

4.3 Couplage entre l�état noir et l�état brillant

Sur la �gure 4.4.a nous avons représenté l�évolution du spectre d�émission autour
des ZPL d�un nanocristal individuel en fonction du champ magnétique. Pour plus de clarté
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Fig. 4.3: Spectre de FLN (Fluorescence Line Narrowing) de nanocristaux de 1,2nm de rayon
en fonction du champ magnétique externe. Les spectres sont normalisés par rapport à leur
raie à 1 phonon (1PL). Adapté de la référence [13].

nous avons normalisé les spectres en intensité par rapport à la raie d�émission associée
à l�état jF i. Sur ces spectres on observe aucun éclatement Zeeman des pics d�émissions,
seulement un élargissement de la ZPL associée à l�état jF i : En outre sur la �gure 4.4.b
où nous avons représenté le poids relatif des ZPL de l�état brillant jAi et de l�état noir
jF i on observe que l�intensité du pic associé à l�état brillant diminue d�un facteur 8 entre
0T et 7T au pro�t de l�état noir. Ces observations suggèrent que le champ magnétique est
orienté quasi-orthogonalement par rapport à l�axe cristallin du nanocristal et qu�il induit
un mélange entre l�état noir et l�état brillant. Ce mélange s�accompagne d�un gain de force
d�oscillateur de l�état noir. Ces résultats constituent une preuve supplémentaire de l�origine
des pics d�émission que nous avons déterminée au chapitre 3.

Nous avons également réalisé une étude de l�évolution du couplage avec la bande de
phonon optique en fonction du champ magnétique. Sur la �gure 4.4.c nous avons représenté
l�évolution du poids relatif de la bande de phonon LO. En accord avec le modèle, le poids
de la bande de phonon diminue avec le champ. L�état noir gagne de la force d�oscillateur,
ce qui réduit l�e¢ cacité des processus assistés par phonons.

A�n de déterminer l�orientation relative entre le champ magnétique et l�axe cristal-
lin du nanocristal nous avons mesuré l�évolution avec le champ magnétique à 2K du déclin
de la luminescence de ce nanocristal (�gure 4.5.a). En raison du couplage magnétique entre
l�état brillant et l�état noir, la composante longue du déclin associée à la recombinaison
radiative de l�état noir se raccourcit avec le champ. Ainsi la composante longue à 7T est
réduite d�un facteur 4 par rapport à sa valeur à champ nul. Sur la �gure 4.5.b nous avons
reporté l�évolution de la composante longue du déclin d�un nanocristal individuel en fonc-
tion du champ magnétique. Nous avons ajusté les données expérimentales de l�évolution de
la composante longue avec le champ magnétique (�gure 4.5.b) avec le modèle introduit par
Efros (Equ 4.5). La valeur de la durée de vie de l�état

��0L�, évaluée théoriquement par Efros
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Fig. 4.4: a) Spectres d�émission d�un nanocristal individuel de CdSe/ZnS à 2K pour di¤é-
rentes valeurs de champ magnétique. Les spectres sont normalisés en intensité par rapport
à l�état jF i. b) poids relatif de l�intensité des ZPL de l�état brillant et de l�état noir en
fonction du champ magnétique. c) Poids relatif de la bande de phonon LO.
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et al. à 1,6ns [14], n�a pas pu être con�rmée de manière expérimentale. Pour l�ensemble
des ajustements réalisés, nous avons utilisé une durée de vie de l�état

��0L� de 2ns. Pour
le nanocristal de la �gure 4.4 nous estimons ainsi une orientation relative entre le champ
magnétique et l�axe cristallin de (75� 5) �.
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Fig. 4.5: Evolution de la composante longue du déclin de la luminescence d�un nanocris-
tal individuel de CdSe/ZnS en fonction du champ magnétique externe. Les données sont
ajustées (Equ 4.5) avec ��1(0) = 170ns; � = 75�et �0 = 2ns:

4.4 Eclatement énergétique Zeeman des niveaux de la struc-
ture �ne

Lorsque le champ magnétique est orienté suivant l�axe cristallin des nanocristaux
l�éclatement du pic d�émission de l�état noir est maximal et le couplage entre l�état brillant
et l�état noir est très faible de sorte que le poids relatif des ZPL associées à l�état brillant et
à l�état noir évolue peu entre 0 et 7T (Fig 4.6.c). Sur la �gure 4.6 a nous avons représenté
l�évolution du spectre d�émission d�un nanocristal individuel en fonction du champ magné-
tique. Pour plus de clarté, les spectres sont normalisés en intensité et centrés en énergie par
rapport au pic d�émission de l�état brillant jAi.

On observe pour la première fois un éclatement énergétique clair de l�état jF i en
deux pics notés jF�i et jF+i [23]. Nous avons reporté l�éclatement énergétique de l�état noir
en fonction du champ magnétique (carré de la �gure 4.6.b) dont l�ajustement a été réalisé
suivant [13] :
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Fig. 4.6: a) Spectres d�émission d�un nanocristal individuel de CdSe/ZnS à 2K en fonction
du champ magnétique. Le temps d�intégration est de 30s pour une excitation de 30W/cm2.
b) Eclatement énergétique de l�état noir jF i (carré) et de l�état brillant jAi (cercle) en
fonction du champ magnétique. Les barres d�erreurs indiquent la précision de pointé. c)
Evolution avec le champ magnétique du poids relatif de la ZPL de l�état brillant jAi (cercle)
et des ZPL de l�état noir jF i (carré).

�EF = EF+ � EF� = gexc;F �B Bz = gexc;F �B B cos �; (4.6)

avec gexc;F le facteur de Landé de l�exciton noir et � l�angle entre la direction du champ
magnétique et l�axe hexagonal du nanocristal. L�orientation de (26�5)�; déterminée à partir
de l�évolution en champ de la composante longue du déclin, et la pente de l�évolution de
l�éclatement énergétique avec le champ de 0,14meV/T nous permettent de déterminer un
facteur de Landé de l�exciton noir de 2; 7 � 0; 3. Ce résultat est en accord avec la valeur
théorique, dé�nie par gexc;F = ge � 3gh, qui vaut 3 pour un nanocristal de 4nm de rayon
[13]. Notre valeur est supérieure à l�estimation réalisée à partir de mesures en polarisation
du spectre d�émission d�ensemble de nanocristaux de CdSe/ZnS à 1,4K [26].

Notre étude nous a également permis d�observer, sur les spectres à 5T et 6T de la
�gure (4.6.a), l�éclatement entre les états brillant jA�i et jA+i. L�évolution de cet éclatement
avec le champ nous permet de donner une estimation du facteur de Landé excitonique de
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l�état brillant gexc;A de 0,5. Il est a noter que cette valeur est plus faible d�un facteur 2 du
facteur de Landé de l�état brillant déterminé à partir de mesures d�ensemble [102, 103] et
d�un facteur 4 avec une récente étude de nanocristaux de CdSe/ZnS à l�échelle individuelle
[104].

L�étude de suivi en champ magnétique du déclin de la luminescence de ce nano-
cristal est spectaculaire puisqu�elle révèle un allongement de la composante longue (Fig
4.7.a). Entre 0T et 1 T la composante longue du déclin s�allonge d�un facteur 2 (Fig 4.7.b).
Cet allongement ne peut pas être reproduit si on tient compte uniquement des interactions
Zeeman et d�échange. Nous discuterons de l�origine de cet allongement ultérieurement dans
ce chapitre. Pour de forts champs magnétiques (B > 1T ), on observe un raccourcissement
dû au couplage entre l�état brillant et l�état noir. L�ajustement du raccourcissement pour
des champs magnétiques supérieurs à 1T présenté sur la �gure (4.7.b), réalisé à partir du
modèle présenté par Efros [14], nous a permis de déterminer un angle de (26� 5) �:
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Fig. 4.7: a) Déclin de la luminescence à 2K d�un nanocristal individuel de CdSe/ZnS en
fonction du champ magnétique. Le temps d�intégration est compris entre 300s et 400s pour
une excitation laser de 25nW ( � = 0 ; 05 ) à 570nm (cadence de 1,3MHz). b) Evolution du
temps long du déclin de la luminescence à 2K d�un nanocristal de CdSe/ZnS individuel en
fonction du champ magnétique. Les ajustements du raccourcissement ont été réalisés avec
�0 = 2ns, ge = 0; 9 et ��1F (0) = 160ns:

Nous avons synthétisé les résultats issus des mesures de suivi en champ du déclin
de la luminescence ainsi que du spectre d�émission réalisées sur plusieurs nanocristaux in-
dividuels dont l�axe cristallin est orienté di¤éremment par rapport au champ magnétique
(Fig 4.8.a et b). Sur ces �gures, il apparaît une corrélation claire entre l�augmentation du
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taux de relaxation de l�état noir avec le champ (Fig 4.8.a) et l�éclatement de l�état noir
sur les spectres d�émission (Fig 4.8.b). Les ajustements des taux de relaxation normalisés
(Fig 4.8.a) ont été réalisés avec �0 = 2ns. Sur la �gure (4.8.b) les éclatement Zeeman ont
été calculés à partir des angles issus des ajustements de la �gure (4.8.a) et avec une même
valeur de 2,7 pour le facteur de Landé de l�exciton noir [23].
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Fig. 4.8: a) Evolution à 2K du taux de relaxation de l�état noir de 5 nanocristaux individuels
de CdSe/ZnS en fonction du champ magnétique. Pour plus de clarté, le taux de relaxation
est normalisé par sa valeur à 0T. Les carrés et les cercles correspondent aux nanocristaux
présentés sur les �gures (4.4) et (4.6) respectivement. Les angles indiqués ont été déterminés
par l�ajustement des déclins au dessus de 1T, où l�évolution du déclin est déterminée par le
mélange entre l�état noir et l�état brillant. Tous les ajustements sont réalisés avec �0 = 2ns:
b) Evolution de l�éclatement Zeeman de l�état noir pour les mêmes nanocristaux. Les lignes
correspondent aux éclatements Zeeman calculés à partir des angles de la �gure (4.8.a) et en
prenant un facteur de Landé de l�état noir gF= 2 ; 7 pour tous les nanocristaux.
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4.5 Origine de l�allongement de la durée de vie de l�état noir

L�allongement de la durée de vie de l�état excitonique noir avec le champ magné-
tique appliqué suggère un mécanisme de recombinaison radiative de cet état fondé sur les
propriétés magnétiques de surface du nanocristal. Une variété de propriétés magnétiques
(paramagnétisme, ferromagnétisme) ont été observées et attribuées à la présence des ligands
de surface [105], ou à la formation de liaisons « pendantes » (appelées encore « liaisons
disponibles » , ou « dangling bonds » en anglais) qui résultent des liaisons covalentes ab-
sentes à la surface du cristal. Considérons une distribution de spins électroniques en surface
produisant un champ magnétique intrinsèque au sein du nanocristal. La composante de ce
champ orthogonale à l�axe de symétrie hexagonale couple les états jF i et jAi et contribue
ainsi à la recombinaison radiative de l�exciton noir. L�application d�un champ magnétique
externe suivant l�axe cristallin oriente les spins suivant cet axe et réduit ainsi la composante
de champ responsable du couplage entre jF i et jAi.

En faisant l�hypothèse d�un ordre ferromagnétique à la surface du nanocristal,
un modèle simple basé sur l�orientation d�un moment magnétique intrinsèque (résultant
de la distribution des spins en surface) plongé dans un champ magnétique (résultant de
la superposition du champ externe appliqué ~Bext et du champ de Weiss ~B0) permet de
reproduire qualitativement les données expérimentales de l�évolution de la durée de vie de
l�état noir avec le champ appliqué. Le taux de recombinaison radiative de l�état noir �F
couplé à l�état brillant est donné par [14]

�F =

r�
1 + �==

�2
+ �? � 1� �==

2

r�
1 + �==

�2
+ �?

3

2�0
: (4.7)

Les quantités �== et �? sont proportionnelles aux composantes du champ magnétique pa-
rallèle et perpendiculaire à l�axe de symétrie hexagonale du nanocristal, respectivement :

�==;? =
�B ge
3�

B==;?: (4.8)

On estime le champ magnétique régnant au c�ur du nanocristal en superposant le champ
externe appliqué au champ C ~m créé par le moment magnétique intrinsèque :

B== = Bext cos � + Cm
Bext cos �p

(B0 +Bext sin �)2 +B2ext cos
2 �

(4.9)

B? = Bext sin � + Cm
B0 +Bext sin �p

(B0 +Bext sin �)2 +B2ext cos
2 �

(4.10)

où � est l�angle entre l�axe cristallin et le champ extérieur. Avec ce modèle, on peut repro-
duire les données expérimentales avec les deux paramètres ajustables que sont le champ de
Weiss B0, de l�ordre de 0,2 T, et le champ interne Cm de l�ordre de 3 T. L�évolution de �F
en fonction du champ externe appliqué et de son orientation est représentée sur la �gure
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(4.9). Pour un champ appliqué inférieur à 7 T comme c�est le cas dans nos expériences,
l�évolution de �F est essentiellement gouvernée par la composante de champ B?. En parti-
culier, pour de faibles angles � (inférieurs à 30�), l�application d�un champ externe inférieur
au champ interne tend à orienter le moment magnétique suivant l�axe cristallin, donc à
découpler l�état noir de l�état brillant et ainsi réduire son taux de recombinaison radiative.
Pour un champ extérieur plus élevé, le taux de recombinaison radiative de l�exciton noir
augmente sous l�e¤et de la composante perpendiculaire à l�axe cristallin du champ externe.
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Fig. 4.9: Evolution théorique du taux de relaxation de l�état noir normalisé en fonction du
champ magnétique et de l�orientation relative entre le champ magnétique et l�axe cristallin.

Nous avons également développé un modèle plus simple qui consiste à prendre en
compte la seule composante B? dans le couplage de l�état noir à l�état brillant. Le taux de
recombinaison radiative de l�état noir est donné par la formule de Rabi

�F =
W 2

W 2 +�E2
�A '

W 2

�E2
�A; (4.11)

où �A est le taux de recombinaison radiative de l�état brillant, et W le couplage entre
les sous-niveaux de projection de moment cinétique J=2 (J=-2) et J=1 (J=-1), séparés
en énergie de la quantité �E. Le couplage est donné par W = g�BB?, où B? est donné
par l�expression 4.10, et g est un facteur de Landé voisin de 1. Les résultats de ce modèle
sont très comparables à ceux du précédent, car l�expression de �F (Equ 4.11) représente en
réalité le développement à l�ordre le plus faible en champ de l�équation (4.7). Un avantage du
modèle simpli�é est de se prêter plus aisément aux spéci�cités de chaque nanocristal, dans
la mesure où l�éclatement de structure �ne �E peut être déduit du spectre d�émission pour
chacun. Par exemple, l�évolution de �F (B)=�F (0) avec le champ externe est représentée
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sur la �gure (4.10) pour B0 = 0:25T , Cm = 3T , �E = 1:8meV , g = 1, pour di¤érentes
orientations � du nanocristal dans le champ extérieur appliqué.
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Fig. 4.10: Evolution du taux de relaxation de l�état noir normalisé par sa valeur à 0T
pour di¤érentes orientation relative � entre le champ magnétique et l�axe cristallin. Les
simulations ont été réalisées à partir de l�équation (4.11) avec B0 = 0; 25T; Cm = 3T ,
�E = 1; 8meV et g = 1.

En champ externe nul et en prenant les mêmes paramètres, on obtient un taux

de recombinaison radiative de l�état noir �F =
�
g�BCm
�E

�2
�A de �A=50, en accord avec nos

analyses du déclin de luminescence pour ces nanocristaux (��1A = 6ns en moyenne, et ��1F
de quelques centaines de ns).

Le modèle simpli�é est également intéressant pour examiner l�expression de �F
en champ nul en fonction du rayon R du nanocristal. Etant données les proportionnalités
�E / R�2 [46], C / R�3 (champ d�un dipôle magnétique), m / R�2 (nombre de liaisons
pendantes proportionnel à la surface du cristal), on trouve �F proportionnel à R2, ce qui
est en accord avec les mesures de déclin de luminescence e¤ectuées dans le groupe de A.
Meijerink pour di¤érentes tailles de nanocristaux (de R= 1.7 nm à 6.3 nm) [75].

Ces modèles basés sur les propriétés magnétiques de la surface du nanocristal
sont donc satisfaisants. On peut néanmoins s�interroger sur l�intensité très élevée du champ
interne, qui nécessite la contribution d�un millier de liaisons pendantes portant chacune
un moment magnétique de l�ordre du magnéton de Bohr. Pour valider ou in�rmer cette
interprétation, il est nécessaire de poursuivre l�étude des propriétés magnéto-optiques de
nanocristaux individuels possédant di¤érents types de surface (di¤érents types de coquilles,
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et di¤érents types de ligands).

4.6 Conclusion

Au cours de ce chapitre nous avons présenté l�étude des propriétés magnéto-
optiques de nanocristaux colloïdaux de CdSe/ZnS individuels de rayon 4nm à basse tem-
pérature. Les mesures de durée de vie et du spectre d�émission en fonction du champ ma-
gnétique nous ont permis de mettre en évidence l�in�uence de l�orientation du champ sur
les propriétés optiques des nanocristaux.

L�évolution avec le champ magnétique du spectre d�émission des nanocristaux
orientés quasi-orthogonalement au champ révèle directement le couplage entre l�état noir et
l�état brillant induit par la composante du champ magnétique orthogonale à l�axe hexagonal
du nanocristal. Nous avons montré en outre, à partir de l�analyse des spectres d�émission,
que le poids de l�émission de l�état noir augmente au détriment de l�état brillant avec l�aug-
mentation du champ magnétique. Cette augmentation de la force d�oscillateur de l�état noir
est accompagnée d�une diminution du poids de la bande de phonon optique. L�analyse du
déclin de la luminescence révèle un raccourcissement de la durée de vie de l�état noir avec
le champ. L�ajustement de l�évolution de la durée de vie avec le champ est en bon accord
avec le modèle introduit par Efros et al.[14] et permet de déterminer l�orientation relative
entre le champ magnétique et l�axe cristallin des nanocristaux.

Pour les nanocristaux orientés quasi-parallèlement au champ magnétique, nous
avons pu observer pour la première fois l�éclatement énergétique entre les niveaux j+2i et
j�2i de l�exciton noir ainsi que l�éclatement entre les états brillants

��+1L� et ���1L� : De
ces éclatements énergétiques nous avons pu déterminer, pour la première fois à l�échelle
individuelle, le facteur de Landé de l�exciton noir (gexc;F = 2; 7) en accord avec la valeur
théorique (gth � 3) ainsi que le facteur de Landé de l�exciton brillant (gexc;A = 0; 5).

Les mesures de déclin de la luminescence nous ont permis de mettre en évidence un
allongement de la durée de vie de l�état noir pour de faibles valeurs de champ magnétique
suivi d�un raccourcissement, associé au couplage entre l�état noir et l�état brillant, pour de
fortes valeurs de champ magnétique. Nous avons proposé une interprétation de l�allongement
avec le champ magnétique de la durée de vie de l�état noir basée sur une modélisation de
l�orientation d�un moment magnétique intrinsèque dans un champ magnétique résultant de
la superposition d�un faible champ interne et d�un champ externe.
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Chapitre 5

Etats excitoniques chargés et états
multiexcitoniques

5.1 Introduction

Dans les nanocristaux semiconducteurs, plusieurs paires électron-trou créées à la
suite d�une excitation optique peuvent coexister dans un volume con�né qui souvent est plus
faible que celui occupé par une paire électron-trou dans le matériau massif. En conséquence,
dans les nanocristaux les interactions d�échange et coulombiennes entre les di¤érentes par-
ticules sont exaltées par rapport au matériau massif et ont une incidence sur les propriétés
spectroscopiques des multiexcitons et des excitons chargés.

La détection de la recombinaison radiative de multiexcitons dans les nanocristaux
colloïdaux est masquée par les processus non radiatif Auger qui constituent la principale
voie de relaxation [11]. Lorsque la taille des nanocristaux augmente, le recouvrement des
fonctions d�ondes de l�électron et du trou devient moins important et l�e¢ cacité des pro-
cessus non radiatifs Auger est réduite [71, 70]. Une étude du spectre d�émission résolu en
temps à température ambiante de nanocristaux individuels de CdSe/CdZnS individuels de
5nm de rayon a ainsi permis de déterminer un temps Auger caractéristique du biexciton de
l�ordre de 800ps pour une durée de vie radiative de quelques nanosecondes, soit un rende-
ment quantique de biexciton de l�ordre de 10% [24]. Aucune observation directe de la raie
d�émission du biexciton n�a pu être réalisé en raison de la di¤usion spectrale et de l�élargis-
sement homogène des raies d�émission de l�ordre de 25meV induit par les modes de phonon
à température ambiante.

Les propriétés d�émission des excitons chargés au sein de nanocristaux colloïdaux
de CdSe/ZnS n�ont été que peu étudiés principalement en raison de l�instabilité de cet
état [92, 49]. Les mesures du spectre d�émission de nanocristaux individuels à température
cryogénique ont permis de montrer un décalage en énergie vers le rouge par rapport à l�état
neutre de quelques meV. La durée de vie de cet état chargé a été déduite d�une déconvolution
du déclin multiexponentiel d�ensemble de nanocristaux [83] et n�a pas fait l�objet d�étude à
l�échelle individuelle.
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Au cours de ce chapitre nous présenterons dans une première partie les résultats
de la première étude de la durée de vie et du spectre d�émission d�un état excitonique
chargé à l�échelle du nanocristal individuel. Nous verrons notamment que cet état se relaxe
avec une durée de vie de 3ns. Dans une deuxième partie nous présenterons tout d�abord
la première étude à l�échelle individuelle de l�autocorrélation de l�intensité de luminescence
de nanocristaux individuels de CdSe à température cryogénique. Nous verrons qu�à basse
température la présence de l�état noir joue le rôle d�état relai et favorise la création de
biexciton. Ce phénomène se traduit par la présence d�un pic de groupement de photons
sur les histogrammes de coïncidences. Nous montrerons ensuite que les études de suivi en
fonction de l�intensité d�excitation du spectre d�émission ont permis pour la première fois
l�observation de la signature spectrale du biexciton.

5.2 Caractérisation d�un état trionique

Sur le plan théorique les calculs montrent que la présence d�une charge dans le
coeur actif de CdSe modi�e la structure �ne du niveau excitonique fondamental. Lorsque
qu�une charge est piégée, le niveau fondamental devient brillant avec une durée de vie courte
de l�ordre de 10ns [80, 81]. Du point de vue spectral, les interactions coulombiennes dues
à la présence de cette charge entraînent un décalage en énergie par rapport à l�état neutre
[92, 49].
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Fig. 5.1: Spectres d�émission, intégrés sur 15s, corrélés avec la trace temporelle du signal
de luminescence d�un nanocristal individuel. Le pic additionnel repéré par les �èches sur les
spectres (2) et (4) est associé à l�augmentation du signal constaté sur la trace temporelle.
L�intensité d�excitation est de 30 W/cm2.
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Lors de nos expériences, nous avons observé qu�un état chargé peut apparaître suite
à une exposition des nanocristaux à des intensités d�excitations élevées (I > 1kW=cm2).
Nous avons également constaté que les nanocristaux peuvent être chargés de manière in-
termittente (�gure 5.1) ou rester chargé sur plusieurs heures (�gure 5.2). Par une étude
combinée du spectre de la luminescence et de la trace temporelle du signal de luminescence
d�un nanocristal individuel, nous avons pu constater que la présence de cet état sur les
spectres d�émission est accompagnée de variations dans l�intensité de luminescence.

1,95 1,96 1,97 1,98 1,99 2,00
0

1

2

3

4
b)

Energie (eV)

X5LO

19meVIn
te

ns
ité

 (u
ni

t.a
rb

.)

1,95 1,96 1,97 1,98 1,99 2,00
0

2

4
LO

X10

a)

15 16 17 18 19
0

2

4

6

O
cc

ur
en

ce

Ecart énergétique (meV)

Fig. 5.2: Spectres d�émission à 2K d�un nanocristal individuel dans l�état neutre (b) et chargé
(a). La durée d�acquisition est de 300s à une intensité d�excitation de 30W/cm2. Encart :
statistique des écarts énergétiques entre l�état neutre et l�état chargé pour 17 nanocristaux
individuels.

Sur la �gure 5.2 nous avons présenté deux spectres réalisés sur un même nanocris-
tal individuel (NC1 de la �gure 3.2) dans les mêmes conditions expérimentales (intensité
d�excitation, température, temps d�acquisition). La raie sans phonon associée à l�état chargé
(�gure 5.2.a) est décalée de 19meV dans le rouge de la raie sans phonon associée à l�état noir
(nanocristal neutre) (�gure 5.2.b). L�étude réalisée sur 17 nanocristaux individuels montre
que le déplacement énergétique est distribué entre 15,5meV et 19meV [82] (encart de la
�gure 5.2.a). Des écarts énergétiques similaires ont été observés dans des nano-bâtonnets
de CdSe ayant un rayon de 2,5nm et une longueur de 25nm [49].

Nous avons également pu observer que l�intensité relative de la réplique de pho-
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non LO est plus faible lorsque le nanocristal est dans un état chargé. Cette observation
suggère que la recombinaison radiative de cet état chargé est permise dans le cadre de
l�approximation dipolaire électrique.
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Fig. 5.3: a) Evolution du déclin mono-exponentiel d�un nanocristal individuel à 2K en fonc-
tion de l�intensité d�excitation. Les mesures ont été réalisées pendant 400s avec l�intensité
d�excitation I0 = 30W=cm2 (� = 0; 04): b) Evolution avec la température du taux de relaxa-
tion de l�état chargé pour une intensité d�excitation I0. c) Histogramme de la durée de vie
de l�état chargé pour 11 nanocristaux individuels.

A�n de con�rmer cette observation nous avons réalisé, pour la première fois dans
les nanocristaux de CdSe individuels, une étude de la durée de vie de l�état chargé. Sur la
�gure (5.3.a) nous avons reporté l�évolution en fonction de l�intensité d�excitation du déclin
de la luminescence d�un nanocristal individuel chargé de manière permanente. Cette étude
montre que le déclin reste mono-exponentiel quelle que soit l�intensité d�excitation, avec un
temps de l�ordre de quelques nanosecondes en accord avec l�estimation théorique [80, 81].
Cette étude réalisée sur 11 nanocristaux individuels révèle que la durée de vie de cet état
chargé est comprise entre 1ns et 5ns (Fig 5.3.c). Nos résultats con�rment l�estimation de
1ns réalisée à partir d�une méthode de déconvolution sur un déclin multi-exponentiel d�un
ensemble de nanocristaux de CdSenCdS de taille comparable [83].

L�attribution à l�état chargé est en outre con�rmée par l�étude de suivi du déclin
en fonction de la température (�gure 5.3.b) qui montre, en accord avec les prédictions
théoriques [80], que la durée de vie d�un état chargé est indépendante de la température.

En comparant nos résultats aux calculs réalisés par Califano et al. nous avons pu
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déterminer la nature de la charge [81]. Sur la �gure 5.4 nous avons reporté le résultat des
calculs de la structure �ne du trion négatif et du trion positif. La recombinaison radiative du
trion positif fait intervenir une dizaine de transitions alors que seulement deux transitions,
séparées d�une dizaine de meV, sont prédites dans le cas du trion négatif. En outre les calculs
du spectre d�émission du trion négatif et du trion positif ont montré que les transitions de
plus basse énergie sont décalées respectivement de quelques meV et d�une dizaine de meV
de la transition fondamentale de l�état neutre. L�observation d�une raie sans phonon unique
à 2K permet donc d�attribuer cet état au trion négatif [82].

(a) (b)

Fig. 5.4: Niveaux d�énergie calculés pour le trion positif (a) et le trion négatif (b). Les �èches
en pointillé (pleines) indiquent les transitions interdites (permises). Adapté de la référence
[81].

5.3 Recombinaison biexcitonique

5.3.1 Autocorrélation de l�intensité de luminescence

L�allure de l�histogramme des coïncidences à basse température est radicalement
di¤érente de celle à température ambiante [24] dans la mesure où tous les nanocristaux que
nous avons étudiés (environ 200) présentent un pic de groupement de photons. Sur la �gure
5.5 a nous avons reporté l�histogrammes des coïncidences à 5K d�un nanocristal individuel
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Fig. 5.5: a) Histogrammes des coïncidences à 5K d�un nanocristal de CdSe/ZnS individuel.
Sur les �gures b) et c) sont représentés respectivement le spectre d�émission et le déclin de
la luminescence à 5K de ce même nanocristal.

dont le spectre d�émission et le déclin de la luminescence à 5K sont présentés sur les �gures
5.5.(b) et (c) respectivement.

A notre connaissance aucun groupement de photons d�une telle ampleur n�a été
reporté dans la littérature. A�n de modéliser ce comportement, nous avons utilisé, à l�ins-
tar de Reischle et al [100], un modèle à 4 niveaux comprenant l�état vide d�exciton jGi,
l�état noir j�2i et l�état brillant

���1L� de la structure �ne du monoexciton ainsi qu�un état
biexcitonique jXXi : Nous avons également introduit le taux de pompage W1 entre l�état
vide d�exciton et l�état monoexcitonique ainsi qu�entre l�état brillant (noir) et l�état biex-
citonique (Fig 5.6). Dans nos expériences, le pompage laser est réalisé loin des résonances,
ainsi le pompage vers les niveaux mono-excitoniques jF i et jAi est e¤ectué avec le même
taux W1=2 [17].

Les populations des di¤érents niveaux sont données par la résolution des équations
de taux :
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Fig. 5.6: Modèle à 4 niveaux composé d�un état vide d�exciton jGi, d�un état brillant jAi
et d�un état noir jF i espacés d�une énergie �E dont les taux de relaxation sont notés
respectivement �A et �F : L�état le plus haut en énergie correspond à l�état biexcitonique
noté jXXi dont le taux de relaxation est �XX : Nous avons introduit un taux de pompage
W 1 entre l�état vide d�exciton et l�état monoexcitonique ainsi qu�entre l�état brillant (noir)
et l�état biexcitonique.

_�
G
(t) = �A�A (t) + �F�F (t)�W1�G (t)

_�
A
(t) = �f�A + 0(NB + 1) +W1g �A (t) + 0NB�F (t) +

W1

2
�G (t) + �XX�XX (t)

_�
F
(t) = �f�F + 0NB +W1g �F (t) + 0(NB + 1)�A (t) +

W1

2
�G (t) (5.1)

_�
XX
(t) = ��XX�XX (t) +W1�A (t) +W1�F (t) ;

avec �i (t) la population de l�état i à t etNB la distribution de Bose-Einstein. La conservation
des populations impose la condition �A (t) + �F (t) + �B (t) + �G (t) = 1:

Le calcul de la fonction de corrélation d�ordre 2 doit tenir compte de toutes les
corrélations possibles g(2)i;j (�) entre un photon issu de l�état j à � sachant qu�un photon
venait de l�état i à t = 0. La fonction de corrélation d�ordre 2 appliquée à notre modèle
s�écrit :
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g(2)(�) =

P
i; j hRii hRji g

(2)
i; j(�)

hRA +RF +RXXi2
; (5.2)

avec i; j = A;F et XX et Ri = �iPi�ioù �i et �i sont respectivement le rendement quan-
tique et le taux de relaxation de l�état i. Le développement de cette expression fait intervenir
9 termes g(2)i;j (�) :

L�état fondamental du biexciton a un moment cinétique total nul en raison du
principe d�exclusion de Pauli. La transition entre le biexciton (F = 0) et l�état noir (F =
2) est donc interdite dans le cadre de l�approximation dipolaire électrique. Dans la suite
des développements nous considérerons que le biexciton se relaxe exclusivement vers l�état
brillant. Ainsi à délai nul, seul le terme g(2)XX; A caractérisant la cascade radiative biexciton-
exciton brillant est non nul et s�écrit :

g(2)(0) =
�XX�XXPXX (1) :�APXA (0)

hRA +RF +RXXi2
; (5.3)

avec PXA (0) la probabilité de trouver l�exciton dans l�état brillant sachant qu�un photon
provenant du biexciton a été émis. Compte tenu de la complexité des formes analytiques des
populations nous présenterons uniquement les résultats issus des simulations numériques.
En outre, a�n de limiter le nombre de paramètres libres, les taux de relaxations �A;�F et 0
ont été déterminés à partir de l�analyse du déclin de la luminescence et du spectre d�émission
en fonction de la température. L�énergie de séparation �E entre l�état noir et l�état brillant
est extraite de l�étude des spectres d�émission. L�étude en puissance du spectre d�émission
ne nous ayant pas permis d�observer la raie d�émission caractéristique du biexciton, nous
avons �xé le rendement quantique de biexciton, �

XX
; à 10%. Cette valeur, qui correspond

au seuil de détection du biexciton pour notre montage, est en accord avec le rendement
quantique de biexciton déterminé à température ambiante à partir de mesures du spectre
résolu en temps de nanocristaux comparables [24]. Nos simulations sont donc réalisées avec
un seul paramètre ajustable : le taux de pompage W1.

Sur la �gure 5.7 nous avons représenté l�évolution en température de l�histogramme
des coïncidences pour le même nanocristal que celui de la �gure 5.5. L�intensité d�excitation
I0 = 1kW=cm

2 est constante lors de cette étude:
Le modèle reproduit les données expérimentales avec un bon accord. On constate

que le pic de groupement diminue progressivement à mesure que la température augmente
pour �nalement disparaître au-delà de 10K. Parallèlement, on constate l�apparition pro-
gressive du dégroupement de photon. La transition entre le groupement et le dégroupement
de photon se situe au-delà de 10K, i.e. lorsque l�état noir et l�état brillant sont mélangés
thermiquement. Le mélange thermique entre l�état noir et l�état brillant entraîne une dimi-
nution de la population stationnaire de l�état jF i ce qui réduit la probabilité d�exciter le
nanocristal vers l�état biexcitonique. Pour une température de 120K on n�observe aucun pic
de groupement de photons et le comportement des nanocristaux tend vers celui observé à
température ambiante.
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Fig. 5.7: Histogrammes de coïncidences du nanocristal de la �gure (5.4) à di¤érentes tem-
pératures. L�intensité d�excitation I 0 est de 1kW/cm2. Le temps d�intégration est supé-
rieur à 2000s . Les lignes en trait plein correspondent aux simulations numériques avec
�XX = 3ns

�1; �
XX

= 0; 1; �A = 0; 13ns
�1; �F = 0; 008ns

�1; �E = 1meV et 0 = 0; 4ns
�1.

Tous les ajustements ont été réalisés avec un taux de pompage W 1 de 0,01 ns�1:

5.3.2 Caractérisation spectrale de la recombinaison biexcitonique

Sur la �gure (5.8.a) nous avons reporté l�évolution du spectre d�émission à 2K
d�un nanocristal individuel en fonction de l�intensité d�excitation. Pour plus de clarté les
spectres sont normalisés en intensité par rapport au pic noté X. Sur cette �gure on remarque
l�apparition du pic noté XX avec l�augmentation de l�intensité d�excitation.

A�n de caractériser l�origine de chaque raie nous avons intégré leur aire et reporté
les résultats sur les �gure 5.8.b.et c. L�évolution de l�aire du pic noté X étant linéaire avec
l�intensité d�excitation (�gure 5.8.b), nous avons attribué cette raie d�émission sans phonon
à la recombinaison radiative monoexcitonique. En revanche, la dépendance quadratique
de l�aire du pic XX avec l�excitation (�gure 5.8.c) est caractéristique d�une recombinaison
biexcitonique. L�énergie de liaison du biexciton, caractérisée par l�écart énergétique entre les
raies d�émission biexcitonique et monoexcitonique est d�environ 12 meV pour ce nanocristal.
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Fig. 5.8: a) Spectres d�émission d�un nanocristal individuel à 2K en fonction de l�intensité
d�excitation (I 0=100W/cm2). Les spectres sont normalisés en intensité par rapport au pic
mono-excitonique. Aires intégrées du pic mono-excitonique (b) et du pic bi-excitonique (c)
en fonction de l�intensité d�excitation ajustées par des lois linéaire et quadratique respecti-
vement.

Cette étude e¤ectuée sur 14 nanocristaux individuels montre que l�énergie de liaison est en
moyenne de 12 meV dans ces nanocristaux (Fig. 5.9). Ce résultat est en accord avec la
détermination indirecte réalisée à température ambiante à partir de spectres résolus en
temps de nanocristaux individuels [24].

Nos expériences nous ont également permis d�observer plusieurs structures d�ori-
gine biexcitonique sur les spectres d�émission. Sur la �gure (5.10.a) nous avons représenté
le spectre d�émission à 60W/cm2 d�un nanocristal représentatif de ce comportement. On
observe ainsi l�apparition avec la puissance d�excitation des structures notés XX1 et XX2
dont l�aire évolue quadratiquement avec l�intensité d�excitation (Fig. 5.10.c). Ce doublet
d�origine biexcitonique pourrait provenir de la recombinaison radiative de niveaux appar-
tenant à une structure �ne du biexciton ou, comme il a été observé sur des nanocristaux
auto-assemblés de CdSe/ZnSe [109], de l�émission du biexciton chargé négativement. Des
travaux sont toujours en cours a�n de déterminer la nature de ce doublet.

Ces nanocristaux, présentant une recombinaison radiative biexcitonique e¢ cace,
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Fig. 5.9: Histogramme des écarts énergétiques entre la raie d�émission sans phonon du
biexciton et celle du monoexciton, pour 14 nanocristaux individuels de CdSe/ZnS.
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Fig. 5.10: a) Spectre d�émission à 60W/cm2 d�un nanocristal de CdSe/ZnS individuel à 2K.
Aires intégrées des structures d�origine (b) monoexcitonique et (c) biexcitonique ajustées par
des lois linéaire et quadratique respectivement.
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sont également intéressants du point de vue des propriétés d�émission du monoexciton. Nous
avons en e¤et constaté que sur les spectres d�émission de ces nanocristaux, la structure
monoexcitonique (Fig. 5.10.a) n�est pas composée uniquement de deux ZPL associées à
l�état noir j�2i et l�état brillant

���1L� comme nous avons pu le voir au chapitre 3. L�origine
physique de la présence de cette multiplicité de ZPL a fait l�objet d�une étude préliminaire
dont les résultats sont présentés dans la partie suivante.

5.4 Emission à partir d�une multiplicité d�états

5.4.1 Résultats expérimentaux

Notre étude a révélé que les nanocristaux pour lesquels le rendement quantique
de biexciton est supérieur à 10% possèdent plusieurs raies d�émission sans phonon d�origine
monoexcitonique sur leur spectre d�émission. A titre d�exemple nous avons représenté sur la
�gure 5.11 le spectre d�émission à 2K d�un tel nanocristal où apparaissent un pic principal,
noté (1) et de deux pics �ns décalés vers le bleu séparés de 0,8 et 1,8meV du pic principal
notés respectivement (2) et (3).
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Fig. 5.11: Spectre d�émission de 20s d�un nanocristal individuel à 2K sous une intensité d�ex-
citation de 50W/cm2. On distingue la réplique LO décalée de 26,8 meV vers le rouge du pic
d�émission principal ainsi que 2 pics d�émissions décalé vers le bleu de 0,8meV et 1,8meV.
Encart : évolution linéaire de l�intensité des pics en fonction de l�intensité d�excitation. Les
symboles carré, étoile et cercle correspondent aux pics (1) ; (2) et (3) respectivement.

A�n d�exclure une origine multi-excitonique de ces pics nous avons réalisé une
étude de l�aire des raies d�émission en fonction de l�intensité d�excitation (encart �gure
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5.11). La dépendance linéaire observée pour les 3 pics d�émission nous permet d�attribuer
ces raies aux recombinaisons radiatives de niveaux de la structure �ne monoexcitonique.

L�étude en température du spectre de luminescence de ce nanocristal nous a per-
mis de mettre en évidence le mélange thermique entre ces niveaux. Sur la �gure (5.12.a)
nous avons représenté le spectre d�émission du nanocristal de la �gure (5.11) à di¤érentes
températures. Sur la �gure (5.12.b) où nous avons reporté le poids relatif de chaque pic par
rapport à la somme des pics, on observe une nette augmentation avec la température de
l�intensité des pics (2) et (3) caractéristique d�une activation thermique entre les di¤érents
niveaux d�énergie.
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Fig. 5.12: a) Suivi du spectre d�émission d�un nanocristal individuel en fonction de la tem-
pérature. Les spectres ont été normalisés en énergie et en intensité par rapport au pic (1).
L�intensité d�excitation est de 50W/cm2. b) Poids relatif des pics (1), (2) et (3) (carré,
cercle et étoile respectivement) en fonction de la température. c) Log du rapport entre les
pics (1) et (2) (carré), (1) et (3) (cercle) , (2) et (3) (triangle) en fonction de la température.

A�n de déterminer la nature permise ou interdite des transitions radiatives à partir
des di¤érents niveaux, nous avons représenté sur la �gure (5.12.c) le rapport des taux
d�émission en fonction de la température. Dans un premier temps il apparaît clairement
que le rapport entre les pics (2) et (3) tend vers 1, ce qui indique que ces niveaux ont des
taux de recombinaison équivalents. En revanche on observe que les rapports entre les pics (1)
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et (2) ainsi que celui entre les pics (1) et (3) diminuent drastiquement avec la température.
L�évolution de ces rapports indique que le taux de relaxation de l�état j1i est plus faible
que celui des états j2i et j3i d�un ordre de grandeur. On peut donc attribuer le pic (1) à la
recombinaison radiative d�un état noir et les pics (2) et (3) à la recombinaison radiative de
deux états brillants.

Les mesures de déclin réalisées à température cryogénique sur ces nanocristaux
montrent une décroisssance multi-exponentielle (Fig 5.13) qui con�rme la présence de plus de
deux états émissifs. En outre le raccourcissement du temps long (queue monoexponentielle)
avec la température con�rme que l�état de plus basse énergie est un état noir.
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Fig. 5.13: Déclins de luminescence d�un nanocristal individuel intégrés pendant 300s sous
une intensité d�excitation de 30W/cm2 à 2K et 100K.

5.4.2 Discussion

La présence de plusieurs raies d�émission sans phonon d�origine monoexcitonique
ne peut pas être expliquée si on considère des nanocristaux à symétrie quasi-sphérique.
En e¤et les écarts énergétiques observés sur les spectres d�émission, notamment celui entre
les deux états les plus hauts en énergie, sont faibles comparativement à ceux attendus
pour des nanocristaux sphériques [46]. Pour des nanocristaux sphériques de 4nm de rayon,
l�écart énergétique entre les deux états brillants de plus basse énergie,

���1L� et ��0L� ; est de
10meV, soit un ordre de grandeur supérieur à nos observations. Si la taille ne peut expliquer
la présence de ce troisième niveau, la forme du nanocristal permet en revanche de fournir
une explication.

Les mesures de taille réalisées par Zhang et al. [61] sur les mêmes nanocristaux que
ceux utilisés lors de ce travail de thèse (CdSe/ZnS Qdot Corp. dont l�émission est centrée
à 655 nm à température ambiante et bioconjugués à de la streptavidine ) montrent que la
majorité des nanocristaux ont un rapport d�aspect supérieur à 1,5 (Fig 5.14) pour un rayon
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moyen de l�ordre de 4 nm. Ces nanocristaux ont donc un grand rayon de l�ordre de 6 nm,
supérieur au rayon de Bohr dans le CdSe (aB = 5; 6 nm). Il y a donc une diminution du
con�nement suivant une direction privilégiée à l�instar des nano-bâtonnets.
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Fig. 5.14: Histogramme des rapports d�aspect mesurés par TEM sur des échantillons de
nanocristaux de CdSe/ZnS (bioconjugués à de la streptavidine ) dont l�émission est centrée
à 655nm à température ambiante. Adapté de la référence [61].

La structure �ne de l�exciton de bord de bande est bien connue tant sur le plan
théorique qu�expérimental pour les nanocristaux à symétrie sphérique. Quel que soit le
rayon du nanocristal, l�état de plus basse énergie est "noir" avec une durée de vie radiative
de l�ordre de quelques centaines de ns. En revanche pour les nanocristaux dont la forme
s�éloigne de la sphère, l�évolution de la structure �ne avec le rayon devient plus complexe. Les
calculs montrent que pour les nanobâtonnets, les propriétés optiques changent de manière
drastique avec le rayon [49]. Ainsi pour des nano-bâtonnets de 25 nm de longueur ayant un
rayon inférieur à un rayon critique de 3,7 nm, l�état de plus basse énergie devient l�état

��0L�
(Fig 5.15). En outre, l�écart énergétique entre l�état noir

��0L� et l�état brillant ���1U� étant
de quelques centaines de �eV , l�énergie thermique est su¢ sante pour peupler ces niveaux
même à 2K. L�état fondamental est alors considéré comme quasi-brillant.

Ces calculs théoriques, qui ont été con�rmés par des mesures de déclin de la lumi-
nescence d�ensembles de nano-bâtonnets [49], ne sont cependant applicables qu�aux nano-
bâtonnets dont le rapport d�aspect est grand (>10).

Ces travaux ont récemment été complétés par une étude théorique de l�évolution
de la structure �ne de l�exciton de bord de bande en fonction du rayon (5.16.b) et de la
longueur (5.16.a) des nanocristaux de CdSe [107]. Cette étude montre, en accord avec les
travaux de Le Thomas et al.[49], que le croisement des niveaux de la structure �ne entraine
l�apparition d�un état quasi-brillant lorsque le diamètre des nanocristaux diminue (5.16.b)
mais également lorsque la longueur augmente (5.16.a). Cette double dépendance permet de
tracer un "diagramme de phase" de la nature noire ou quasi-brillante de l�état de plus basse
énergie en fonction de la longueur et du diamètre des nanocristaux (5.16.c). Sur cette �gure,
la zone hachurée correspond aux mesures TEM de diamètres et de longueurs réalisées sur
des nanocristaux de CdSe/ZnS comparables aux nôtres [61]. Il apparaît, en accord avec nos
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Rayon (nm)Rayon (nm)

Fig. 5.15: Eclatement des niveaux de structure �ne associé à un con�nement de l�exciton à
2 dimensions en fonction du rayon de nano-bâtonnets de CdSe/ZnS de 25 nm de long. En
trait plein (pointillé) sont indiqués les états brillant (noirs). D�après la référence [49].

mesures, que pour la grande majorité de ces nanocristaux l�état de plus basse énergie est
noir.

Les résultats que nous avons obtenus sont prometteurs et font de ces nanocris-
taux d�excellents candidats pour tester ce modèle théorique. En e¤et les di¤érents types de
spectre d�émission qui ont été observés suggèrent que pour ces nanocristaux les niveaux de
la structure �ne sont proches du point de croisement.

A ce jour aucune étude sur la dépendance des propriétés photophysiques avec la
forme des nanocristaux n�a été réalisée. Dans ce but nous envisageons de compléter nos
résultats par des études sous champ magnétique et en fonction de la polarisation du spectre
d�émission et du déclin de la luminescence. Nous envisageons également une collaboration
avec M. Califano a�n de modéliser les di¤érents comportements observés.

Une solution à plus long terme consiste à réaliser un dispositif couplant un micro-
scope à force atomique (AFM) à une détection optique qui permettrait de corréler directe-
ment les propriétés optiques à la forme des nanocristaux.
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c)

Fig. 5.16: Structure �ne de l�exciton de bord de bande pour di¤érents type de nanocristaux
de CdSe. a) Nanocristaux de 2,4nm de diamètre avec une longueur variable. b) Nanocristaux
de même longueur avec di¤érents rayons. c) Diagramme longueur/diamètre caractérisant
la nature de l�état de plus basse énergie de l�exciton de bord de bande. La ligne pointillé
correspond au diamètre critique (9nm) au delà duquel l�état fondamental est noir. Adapté
de la référence [107]. La zone encadrée correspond aux rayons et longueurs mesurés par
TEM de nanocristaux de CdSe/ZnS dont l�émission est centrée à 655nm à température
ambiante [61].

5.5 Conclusion

Au cours de ce chapitre nous avons présenté la première étude sur des nanocristaux
colloïdaux de CdSe/ZnS individuels du spectre d�émission et du déclin de la luminescence
d�un exciton chargé. Nous avons montré que l�état chargé est caractérisé par une raie d�émis-
sion sans phonon unique à 2K décalée en moyenne de 17meV vers le rouge de la ZPL associée
à l�état noir (nanocristal neutre). Cet état chargé se relaxe avec un temps court de 3ns en
moyenne indépendamment de la température. Les calculs théoriques réalisés par Califano
et al. [81] nous ont permis d�attribuer cet état au trion négatif.

Nous avons ensuite présenté la première étude de l�autocorrélation d�intensité de
luminescence sur des nanocristaux individuels de CdSe/ZnS à basse température. Cette
étude, e¤ectuée en régime d�excitation continu, montre que la fonction d�autocorrélation
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est caractérisée par un groupement de photons qui est le résultat de la cascade radiative
biexciton!état brillant! état vide. En utilisant les résultats issus des mesures de déclin
et du spectre d�émission nous avons pu reproduire les données expérimentales avec un bon
accord à l�aide d�un modèle à 4 niveaux avec l�intensité d�excitation comme seul paramètre
ajustable. Nous avons montré que tant que l�énergie thermique est inférieure à l�écart éner-
gétique entre l�état noir et l�état brillant, l�état noir se comporte comme un état "relai" à
partir duquel la création d�un biexciton est favorisée.

Notre étude à 2K du spectre d�émission en fonction de l�intensité d�excitation nous
a permis d�observer pour la première fois à l�échelle individuelle la signature spectrale du
biexciton. L�étude de l�écart énergétique entre le biexciton et le monoexciton réalisée sur 14
nanocristaux nous a permis de montrer que pour ces nanocristaux l�énergie de liaison du
biexciton est de 12meV. Nous avons en outre montré que ces nanocristaux sont d�excellent
candidats en vue d�une étude de la structure �ne de l�exciton de bord de bande avec la
forme des nanocristaux.
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Chapitre 6

Conclusion et perspectives

6.1 Bilan général

Au cours de ce travail de thèse nous nous sommes intéressés aux propriétés spectro-
scopiques de nanocristaux colloïdaux de CdSe/ZnS observés à l�échelle individuelle à basse
température. Les �uctuations d�intensité de luminescence des nanocristaux limitées par le
bruit de photons nous ont permis d�observer sur les spectres d�émission des raies d�émission
dont la largeur est limitée par la résolution du spectromètre (300�eV). Nous avons ainsi
pu observer pour la première fois deux raies sans phonons attribuées à la recombinaison
radiative des états de plus basse énergie

���1L� et j�2i du niveau excitonique fondamen-
tal 1Se1S 3

2
. Le suivi du spectre de nanocristaux individuels en fonction de la température

nous a permis de visualiser directement le phénomène de mélange thermique entre ces deux
niveaux. En outre l�étude de la composante longue des déclins de la luminescence en fonc-
tion de la température a pu être modélisée à l�aide d�un système à trois niveaux constitué
d�un état noir, d�un état brillant et de l�état vide d�exciton. Les ajustements nous ont per-
mis d�extraire les temps de relaxations caractéristiques du système, notamment le taux de
spin-�ip de l�état brillant vers l�état noir à l�échelle d�un nanocristal individuel. La valeur
du taux de spin-�ip déterminée est du même ordre de grandeur que le taux de relaxation
de l�état brillant, ce qui explique la présence de deux ZPL sur les spectres d�émission à
2K. L�absence de ZPL associée à l�état brillant sur les spectres d�émission de nanocristaux
individuels de plus faible taille (R�2,5nm) indique clairement une dépendance en taille du
taux de spin-�ip. La diminution du taux de spin-�ip avec la taille témoigne d�un phénomène
de goulot d�étranglement de phonon ("phonon bottleneck"). L�écart énergétique entre l�état
noir et l�état brillant devenant de l�ordre de 1meV, seuls quelques modes de phonon ont une
énergie su¢ samment faible pour permettre la transition de l�état brillant vers l�état noir.

La stabilité spectrale de ces nanocristaux a également permis de réaliser pour
la première fois le spectre d�excitation à résonance des deux états excitoniques de plus
basse énergie. Cette méthode, basée sur l�excitation sélective d�une ZPL et la détection
des photons émis sur la réplique de phonons optiques, nous a permis de donner une borne
inférieure de 100ps pour le temps de cohérence optique de l�état noir et de l�état brillant
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sur une échelle de temps de 200ms. Ce temps de cohérence est du même ordre de grandeur
que celui déterminé par Coolen et al.[21] mais sur une échelle de temps supérieure de trois
ordre de grandeur. Par ailleurs cette étude nous a permis de mesurer une di¤usion spectrale
résiduelle conduisant à un élargissement de 60�eV sur un temps de 40s.

Lors de cette thèse nous avons également présenté l�étude des propriétés magnéto-
optiques de nanocristaux colloïdaux quasi-sphériques de CdSe/ZnS à l�échelle individuelle.
Nous avons été en mesure d�observer directement et pour la première fois, à partir du suivi
en champ du spectre d�émission de nanocristaux individuels, le couplage entre l�état noir et
l�état brillant induit par la composante transverse du champ magnétique pour di¤érentes
orientations de nanocristaux. Le gain de force d�oscillateur de l�état noir est caractérisé par
une augmentation du poids relatif de la ZPL de l�état noir. Il s�accompagne également d�un
raccourcissement du temps long du déclin de la luminescence avec le champ magnétique.
Nos expériences nous ont également permis d�observer pour la première fois l�éclatement des
sous-niveaux de l�état noir j�2i et de l�état brillant

���1L� avec le champ magnétique pour
les nanocristaux individuels dont l�axe cristallin est orienté suivant le champ magnétique.

Nous avons également montré que l�évolution en champ du taux de relaxation de
l�état noir dépend fortement de l�orientation des nanocristaux et est corrélée à l�évolution
de l�éclatement Zeeman. Le suivi en champ de l�éclatement Zeeman et du déclin de la
luminescence de plusieurs nanocristaux individuels nous a permis de déterminer, pour la
première fois à l�échelle individuelle, un facteur de Landé de l�exciton noir de 2; 7� 0; 3 en
bon accord avec les calculs théoriques, gth = 3.

Suite à ces résultats nous avons présenté la première étude de l�autocorrélation de
la luminescence de nanocristaux de CdSe/ZnS colloïdaux individuels à basse température.
Nous avons montré qu�à 2K l�histogramme des coïncidences est caractérisé par un pic de
groupement de photons qui correspond à la cascade radiative biexciton-exciton. Ceci est
dû au fait qu�en régime d�excitation continu l�exciton est "stocké" dans l�état noir qui sert
d�état relai pour la création du biexciton. A l�aide d�un modèle à 4 niveaux nous avons pu
reproduire les données expérimentales avec l�intensité d�excitation comme seul paramètre
ajustable. Ces nanocristaux sont particulièrement intéressants car ils se distinguent des
molécules uniques et des "petits" nanocristaux qui ne peuvent émettre qu�un seul photon à
la fois. Ce système, qui permet d�émettre les photons par paire avec un rendement quantique
de biexciton élevé, est un bon candidat comme source de paire de photons corrélés.

Au cours de notre étude nous avons pu observer que la majorité des nanocristaux
présentent plus de deux raies sans phonons d�origine monoexcitonique. Les études de suivi du
spectre d�émission en fonction de l�intensité d�excitation de ces nanocristaux nous a permis
d�observer pour la première fois la signature spectrale du biexciton ainsi que de déterminer
l�énergie de liaison du biexciton (12 meV). Nous avons montré que ces nanocristaux sont
également d�excellent candidats en vue d�une étude de la structure �ne de l�exciton de bord
de bande avec la forme des nanocristaux.
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6.2 Quelques perspectives

Les travaux réalisés au cours de cette thèse ouvrent de nouveaux champs d�explora-
tions sur les nanocristaux colloïdaux de CdSe à basse température. Nous avons notamment
soulevé une question importante concernant la dépendance en taille des taux de relaxation
et notamment du taux de spin-�ip entre l�état brillant et l�état noir. Il serait intéressant de
réaliser une étude en fonction de la taille et de la forme de ce paramètre qui est au coeur
de la dynamique des populations à basse température.

Les propriétés optiques des nanocristaux que nous pensons "allongés" pourraient,
dans une première étape, être comparées à celles des nano-bâtonnets. Les �uctuations d�in-
tensité de luminescence de ces nanocristaux étant très faibles, il serait possible de réaliser,
dans un deuxième temps, des études de suivi du déclin de la luminescence ainsi que du
spectre d�émission et d�excitation en fonction de la température, de l�intensité d�excitation,
du champ magnétique et de la polarisation. Les premiers résultats de notre étude de suivi
du spectre d�émission en fonction du champ magnétique nous ont permis d�identi�er di¤é-
rents comportements. A titre d�illustration nous avons présenté sur la �gure (6.1) le spectre
d�émission à 0T et 1,5T d�un nanocristal pour lequel seul le pic de plus basse énergie présente
un éclatement énergétique avec le champ magnétique.
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Fig. 6.1: Spectre d�émission à 0T et 1,5T d�un nanocristal individuel de CdSe/ZnS "al-
longé". Insert : évolution en champ magnétique de l�éclatement énergétique du pic principal.

L�évolution de cet éclatement en fonction du champ, représenté en insert, permet
notamment de donner une limite inférieure pour le facteur de Landé, gexc; de cet état. Pour
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une orientation parallèle du champ avec l�axe cristallin, on déduit une limite gexc > 3; 9. La
présence des deux ZPL de plus haute énergie est peut être due à une anisotropie de forme qui
induit un éclatement énergétique à l�instar des nanocristaux épitaxiés. Ces ZPL correspon-
draient aux transitions radiatives à partir des états 1p

2
fj+1i+ j�1ig et 1p

2
fj+1i � j�1ig :

Une étude du spectre d�émission en fonction de la polarisation permettrait de con�rmer
cette attribution.

Lors de cette thèse nous avons montré, à partir de mesures du spectre d�excitation
à résonance, que ces nanocristaux présentent une grande photostabilité. Il serait intéres-
sant de mesurer l�in�uence d�un champ extérieur (électrique ou magnétique) sur la largeur
homogène des raies d�excitation et donc sur la di¤usion spectrale. L�étude de la di¤usion
spectrale est cruciale en vue d�une éventuelle utilisation des nanocristaux comme source de
photons uniques indiscernables. En e¤et, la réalisation d�interférences à deux photons, dont
l�utilisation a été proposée pour certains protocoles d�information quantique, requiert des
paquets d�onde identiques, c�est-à-dire caractérisés par �2 = �1

2 . La réduction des processus
de déphasage nécessite de réaliser des e¤orts sur la synthèse des nanocristaux. Récemment
des premiers résultats encourageants sur la réduction du clignotement des nanocristaux de
CdSe ont été obtenus en remplaçant la coquille de ZnS par une coquille de CdS [96]. Une
autre possibilité est d�augmenter le taux de recombinaison radiative de l�état excité �1 par
e¤et Purcell, en couplant l�émetteur à une microcavité. Le recours à ce procédé a permis
pour les boîtes quantiques d�augmenter �1 d�un facteur de 6 à 28, par insertion dans un
micropilier [112] ou couplage à une cavité dans un cristal photonique [113], et de réduire le
poids des processus de déphasage ��2 pour réaliser des expériences de coalescence de photons
indiscernables.
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Résumé

Les nanocristaux de CdSe font l�objet d�applications émergentes dans les domaines
de la nano-électronique, des technologies laser ou du marquage �uorescent de biomolécules.
Pour ces applications, la détermination de la structure �ne de l�exciton de bord de bande
et des mécanismes de relaxation entre sous-niveaux est d�un intérêt majeur. Cette thèse
a été consacrée à l�étude spectroscopique à basse température et sous champ magnétique
de nanocristaux individuels de CdSe/ZnS. La remarquable photostabilité des nanocristaux
étudiés a permis de caractériser les propriétés optiques des deux états excitoniques de plus
basse énergie : l�état excitonique fondamental �noir�, et l�état excitonique �brillant� situé
quelques meV plus haut en énergie. Ces études ont aussi permis d�identi�er un état exci-
tonique chargé (trion) et de caractériser ses propriétés photophysiques. La possibilité de
générer une cascade radiative biexciton-exciton a également été démontrée dans ces sys-
tèmes.

Mots clés : nanocristaux semiconducteurs, molécule unique, spectroscopie d�émis-
sion, d�excitation, cryogénie, champ magnétique, multiexciton, trion.

Abstract

CdSe nanocrystals are attractive for many applications such as nanoscale electro-
nics, laser technology, and biological �uorescent labelling. A detailed understanding of the
band-edge exciton �ne structure and the relaxations pathways between sub-levels are crucial
for these applications. During this project we have studied the optical properties of single
CdSe/ZnS nanocrystals at cryogenical temperature and under magnetic �eld. The dramatic
photostability of the nanocrystals�emission has allowed the optical study of the two lowest
exciton states : the "dark" excitonic state and the "bright" excitonic state, lying few meV
above. These studies have also enabled us to identify a charged excitonic state (negative
trion) and to characterize its photophysical properties. Besides we have demonstrated that
in these nanocrystals, radiative cascade biexciton-exciton might be generated.

Key words : nanocrystals semiconductor, single molecule, emission, excitation
spectroscopy, cryogenie, magnetic �eld, multiexciton, trion.
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